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(57)【要約】
　本アクティブマトリクス基板では、各画素領域に２つ
の画素電極（１７ａ・１７ｂ）が設けられ、各データ信
号線の延伸方向を列方向として、１つの画素領域列に対
応して２本のデータ信号線（Ｓｘ・Ｓｙ）が設けられ、
上記画素領域列に含まれる画素領域の１つの画素電極（
１７ａ）が、走査信号線（Ｇｎ）に接続されたトランジ
スタ（１２ａ）を介して上記２本のデータ信号線の一方
（Ｓｘ）に接続され、該画素領域の別の画素電極（１７
ｂ）が、別の走査信号線（Ｇｎ－１）に接続されたトラ
ンジスタ（１２ｂ）を介して上記２本のデータ信号線の
他方（Ｓｙ）に接続され、上記画素領域列の隣接する２
つの画素領域について、その一方に含まれる画素電極の
１つ（１７ａ）と他方に含まれる画素電極の１つ（１７
ｄ）とが、それぞれトランジスタ（１２ａ・１２ｄ）を
介して同一の走査信号線（Ｇｎ）に接続されている。こ
うすれば、本アクティブマトリクス基板を備えた個別書
き込み型の液晶表示装置の画素充電時間を延ばすことが
できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のデータ信号線と複数の走査信号線とを備え、
　各画素領域に複数の画素電極が設けられ、各データ信号線の延伸方向を列方向として、
１つの画素領域列に対応して２本のデータ信号線が設けられ、
　上記画素領域列に含まれる画素領域の１つの画素電極が、走査信号線に接続されたトラ
ンジスタを介して上記２本のデータ信号線の一方に接続され、該画素領域の別の画素電極
が、別の走査信号線に接続されたトランジスタを介して上記２本のデータ信号線の他方に
接続され、
　上記画素領域列の隣接する２つの画素領域について、その一方に含まれる画素電極の１
つと他方に含まれる画素電極の１つとが、それぞれトランジスタを介して同一の走査信号
線に接続されていることを特徴とするアクティブマトリクス基板。
【請求項２】
　各画素領域には、２つの画素電極が行方向に沿って並べられていることを特徴とする請
求項１記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項３】
　同一の画素領域列に属し、それぞれがトランジスタを介して同一の走査信号線に接続す
る２つの画素電極が、互いに斜め向かいに配されていることを特徴とする請求項２記載の
アクティブマトリクス基板。
【請求項４】
　各画素領域には、２つの画素電極が列方向に沿って並べられていることを特徴とする請
求項１記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項５】
　同一の画素領域列に属し、それぞれがトランジスタを介して同一の走査信号線に接続す
る２つの画素電極が、別の１つの画素電極を挟むように配されていることを特徴とする請
求項４記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項６】
　同一の画素領域行に属し、それぞれがトランジスタを介して同一の走査信号線に接続す
る２つの画素電極が、互いに斜め向かいに配されていることを特徴とする請求項４または
５記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載のアクティブマトリクス基板を備えることを特徴と
する液晶パネル。
【請求項８】
　請求項１～６のいずれか１項に記載のアクティブマトリクス基板を備えることを特徴と
する液晶表示装置。
【請求項９】
　走査信号線を２本ずつ順次選択していくことを特徴とする請求項８記載の液晶表示装置
。
【請求項１０】
　一水平走査期間には、走査信号線が２本同時選択される２本選択期間と、該２本選択期
間に続き、走査信号線が１本のみ選択される１本選択期間とが含まれることを特徴とする
請求項９記載の液晶表示装置。
【請求項１１】
　中間調表示時には、２本選択期間に相対的に低階調のデータ信号が各データ信号線に供
給され、１本選択期間に相対的に高階調のデータ信号が各データ信号線に供給されること
を特徴とする請求項１０記載の液晶表示装置。
【請求項１２】
　中間調表示時には、２本選択期間に相対的に高階調のデータ信号が各データ信号線に供
給され、１本選択期間に相対的に低階調のデータ信号が各データ信号線に供給されること
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を特徴とする請求項１０記載の液晶表示装置。
【請求項１３】
　１本選択期間に選択される走査信号線にトランジスタを介して接続される画素電極は、
１本選択期間に選択されない走査信号線にトランジスタを介して接続される画素電極より
も面積が大きいことを特徴とする請求項１２記載の液晶表示装置。
【請求項１４】
　１つの画素領域列に対応する２本のデータ信号線に、逆極性のデータ信号が供給される
ことを特徴とする請求項８記載の液晶表示装置。
【請求項１５】
　各データ信号線には、一水平走査期間ごとに極性が反転するデータ信号が供給されるこ
とを特徴とする請求項８記載の液晶表示装置。
【請求項１６】
　各データ信号線には、一垂直走査期間ごとに極性が反転するデータ信号が供給されるこ
とを特徴とする請求項８記載の液晶表示装置。
【請求項１７】
　それぞれが異なる画素領域列に対応し、互いに隣り合うデータ信号線に、逆極性のデー
タ信号が供給されることを特徴とする請求項８記載の液晶表示装置。
【請求項１８】
　それぞれが異なる画素領域列に対応し、互いに隣り合うデータ信号線に、同極性のデー
タ信号が供給されることを特徴とする請求項８記載の液晶表示装置。
【請求項１９】
　シフトレジスタを含む走査信号線駆動回路を備え、
　同時選択される各走査信号線に供給される走査信号が、上記シフトレジスタの同一段の
出力を用いて生成されていることを特徴とする請求項１０記載の液晶表示装置。
【請求項２０】
　１本選択期間に選択される走査信号線に接続するトランジスタのチャネルサイズは、１
本選択期間に選択されない走査信号線に接続するトランジスタのそれよりも小さいことを
特徴とする請求項１０記載の液晶表示装置。
【請求項２１】
　上記２つの画素電極の間隙と重なるように列方向に延伸する保持容量配線が、各データ
信号線と同層に形成されていることを特徴とする請求項２記載のアクティブマトリクス基
板。
【請求項２２】
　請求項７記載の液晶パネルとドライバとを備えることを特徴とする液晶表示ユニット。
【請求項２３】
　請求項８～２０のいずれか１項に記載の液晶表示装置と、テレビジョン放送を受信する
チューナー部とを備えることを特徴とするテレビジョン受像機。
【請求項２４】
　複数のデータ信号線と複数の走査信号線とを備え、各画素領域に複数の画素電極が設け
られ、各データ信号線の延伸方向を列方向として、１つの画素領域列に対応して２本のデ
ータ信号線が設けられ、上記画素領域列に含まれる画素領域の１つの画素電極が、走査信
号線に接続されたトランジスタを介して上記２本のデータ信号線の一方に接続され、該画
素領域の別の画素電極が、別の走査信号線に接続されたトランジスタを介して上記２本の
データ信号線の他方に接続され、上記画素領域列の隣接する２つの画素領域について、そ
の一方に含まれる画素電極の１つと他方に含まれる画素電極の１つとが、それぞれトラン
ジスタを介して同一の走査信号線に接続されている液晶パネルに対して、走査信号線を２
本ずつ順次選択していくことを特徴とする液晶パネルの駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、画素分割方式のアクティブマトリクス基板や液晶パネルに関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置の視野角特性を高めるための技術として、１画素に２つの画素電極（明副
画素に対応する明画素電極と暗副画素に対応する暗画素電極）を設ける画素分割方式が知
られている。図３６は画素分割方式の液晶パネルの一例である。この液晶パネルは、１画
素に対応して２本のデータ信号線を備え、中間調表示時に明・暗画素電極それぞれに異な
るデータ信号を書き込む個別書き込み型である。この個別書き込み型は、１つの画素に容
量結合された２つの画素電極を設け、それらの一方のみにデータ信号を書き込む容量結合
型と比較して、電気的にフローティングとなる画素電極がなく、信頼性が高い、また、明
・暗副画素の輝度を正確に制御することができるといったメリットがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】日本国公開特許公報「特開２００６－２０９１３５号公報（公開日：２０
０６年５月１３日）」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、図３６の構成では、１画素行ずつ書き込みを行うため、例えば大型高精
細の液晶表示装置や高速駆動（例えば、２倍速・３倍速駆動）の液晶表示装置に適用した
場合に画素充電時間が足りず、表示品位が低下するという問題があった。
【０００５】
　本発明では、個別書き込み型の液晶表示装置の画素充電時間を延ばすことを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本アクティブマトリクス基板は、複数のデータ信号線と複数の走査信号線とを備え、各
画素領域に複数の画素電極が設けられ、各データ信号線の延伸方向を列方向として、１つ
の画素領域列に対応して２本のデータ信号線が設けられ、上記画素領域列に含まれる画素
領域の１つの画素電極が、走査信号線に接続されたトランジスタを介して上記２本のデー
タ信号線の一方に接続され、該画素領域の別の画素電極が、別の走査信号線に接続された
トランジスタを介して上記２本のデータ信号線の他方に接続され、上記画素領域列の隣接
する２つの画素領域について、その一方に含まれる画素電極の１つと他方に含まれる画素
電極の１つとが、それぞれトランジスタを介して同一の走査信号線に接続されていること
を特徴とする。
【０００７】
　本アクティブマトリクス基板を備えた液晶表示装置では、走査信号線を２本ずつ選択し
ながら、１画素領域に設けられた複数の画素電極に個別書き込みを行うことができ、個別
書き込み型の液晶表示装置の画素充電時間を延ばすことができる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、個別書き込み型の液晶表示装置の画素充電時間を延ばすことができる
。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施の形態１にかかる液晶パネルの構成を示す回路図である。
【図２】水平走査期間Ｈ１の状態を説明する模式図である。
【図３】水平走査期間Ｈ２の状態を説明する模式図である。
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【図４】水平走査期間Ｈ３の状態を説明する模式図である。
【図５】図１の液晶パネルの駆動方法を示すタイミングチャートである。
【図６】図１の液晶パネルの具体的構成を示す平面図である。
【図７】図５の矢視断面図である。
【図８】図１に示す液晶パネルの他の駆動方法を示すタイミングチャートである。
【図９】図８のＨ１の状態を説明する模式図である。
【図１０】図８のＨ２の状態を説明する模式図である。
【図１１】図８のＨ３の状態を説明する模式図である。
【図１２】図１に示す液晶パネルの他の具体的構成を示す平面図である。
【図１３】図１に示す液晶パネルのさらに他の駆動方法を示すタイミングチャートである
。
【図１４】図１３のｈ１の状態を説明する模式図である。
【図１５】図１３のｈ２の状態を説明する模式図である。
【図１６】図１３のｈ３の状態を説明する模式図である。
【図１７】実施の形態２にかかる液晶パネルの構成を示す回路図である。
【図１８】水平走査期間Ｈ１の状態を説明する模式図である。
【図１９】水平走査期間Ｈ２の状態を説明する模式図である。
【図２０】水平走査期間Ｈ３の状態を説明する模式図である。
【図２１】図１７の液晶パネルの駆動方法を示すタイミングチャートである。
【図２２】図１７の液晶パネルの具体的構成を示す平面図である。
【図２３】実施の形態２にかかる液晶パネルの他の構成を示す回路図である。
【図２４】水平走査期間Ｈ１の状態を説明する模式図である。
【図２５】水平走査期間Ｈ２の状態を説明する模式図である。
【図２６】水平走査期間Ｈ３の状態を説明する模式図である。
【図２７】図２３に示す液晶パネルの駆動方法を示すタイミングチャートである。
【図２８】液晶表示装置のゲートドライバの構成例を示す模式図である。
【図２９】（ａ）は本液晶表示ユニットの構成を示す模式図であり、（ｂ）は本液晶表示
装置の構成を示す模式図である。
【図３０】本液晶表示装置の全体構成を説明するブロック図である。
【図３１】本液晶表示装置の機能を説明するブロック図である。
【図３２】本テレビジョン受像機の機能を説明するブロック図である。
【図３３】本テレビジョン受像機の構成を示す分解斜視図である。
【図３４】図６の変形例を示す平面図である。
【図３５】本液晶表示装置のゲートドライバの構成を示す模式図である。
【図３６】従来の液晶パネルの構成を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明にかかる実施の形態の例を、図１～３５を用いて説明すれば、以下のとおりであ
る。なお、説明の便宜のため、以下ではデータ信号線の延伸方向を列方向、走査信号線の
延伸方向を行方向とする。ただし、本液晶表示装置（あるいはこれに用いられる液晶パネ
ルやアクティブマトリクス基板）の利用（視聴）状態において、その走査信号線が横方向
に延伸していても縦方向に延伸していてもよいことはいうまでもない。また、アクティブ
マトリクス基板の１つの画素領域は、液晶パネルや液晶表示装置の１つの画素に対応して
いる。
【００１１】
　〔実施の形態１〕
　図１は本液晶パネル５ａの一部を示す等価回路図である。液晶パネル５ａでは、各画素
に複数の画素電極が設けられ、各データ信号線の延伸方向を列方向として、１つの画素列
に対応して２本のデータ信号線が設けられ、上記画素列に含まれる画素の１つの画素電極
が、走査信号線に接続されたトランジスタを介して上記２本のデータ信号線の一方に接続
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され、該画素の別の画素電極が、別の走査信号線に接続されたトランジスタを介して上記
２本のデータ信号線の他方に接続され、上記画素列の隣接する２つの画素について、その
一方に含まれる画素電極の１つと他方に含まれる画素電極の１つとが、それぞれトランジ
スタを介して同一の走査信号線に接続されている。また、各画素には、２つの画素電極が
行方向に沿って並べられ、同一の画素列に属し、それぞれがトランジスタを介して同一の
走査信号線に接続する２つの画素電極が、互いに斜め向かいに配されている。
【００１２】
　例えば、列方向に並べられた画素１０１～１０４を含む画素列に対応して２本のデータ
信号線Ｓｘ・Ｓｙが設けられ、行方向に並べられた画素１０１・１０５を含む画素行とそ
の走査方向上流側の画素行との間隙に対応して走査信号線Ｇ（ｎ－１）が設けられ、行方
向に並べられた画素１０２・１０６を含む画素行と画素１０１・１０５を含む画素行との
間隙に対応して走査信号線Ｇｎが設けられ、行方向に並べられた画素１０３・１０７を含
む画素行と画素１０２・１０６を含む画素行との間隙に対応して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）
が設けられ、行方向に並べられた画素１０４・１０８を含む画素行と画素１０３・１０７
を含む画素行との間隙に対応して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）が設けられ、画素１０４・１０
８を含む画素行とその走査方向下流側の画素行との間隙に対応して走査信号線Ｇ（ｎ＋３
）が設けられ、列方向に並べられた画素１０５～１０８を含む画素列に対応して２本のデ
ータ信号線ＳＸ・ＳＹが設けられている。また、画素１０１・１０５を含む画素行、画素
１０２・１０６を含む画素行、画素１０３・１０７を含む画素行、画素１０４・１０８を
含む画素行それぞれに対応して、保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）、保持容量配線Ｃｓｎ、保
持容量配線Ｃｓ（ｎ＋１）、保持容量配線Ｃｓ（ｎ＋２）が設けられている。
【００１３】
　ここで、画素１０１には、２つの画素電極１７ａ・１７ｂが行方向に沿ってこの順に並
べられ、走査信号線Ｇｎに接続するトランジスタ１２ａのドレイン電極が画素電極１７ａ
に接続されるとともに、走査信号線Ｇ（ｎ－１）に接続するトランジスタ１２ｂのドレイ
ン電極が画素電極１７ｂに接続され、かつトランジスタ１２ａのソース電極がデータ信号
線Ｓｘに接続され、トランジスタ１２ｂのソース電極がデータ信号線Ｓｙに接続されてい
る。なお、画素電極１７ａと共通電極（対向電極）ｃｏｍとの間に液晶容量Ｃｌａが形成
されるとともに、画素電極１７ｂと共通電極（対向電極）ｃｏｍとの間に液晶容量Ｃｌｂ
が形成され、画素電極１７ａと保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）との間に保持容量ｃｓａが形
成されるとともに、画素電極１７ａと保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）との間に保持容量ｃｓ
ｂが形成される。
【００１４】
　また、画素１０１と列方向に隣接する画素１０２には、２つの画素電極１７ｃ・１７ｄ
が行方向に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）に接続するトランジスタ１
２ｃのドレイン電極が画素電極１７ｃに接続されるとともに、走査信号線Ｇｎに接続する
トランジスタ１２ｄのドレイン電極が画素電極１７ｄに接続され、かつトランジスタ１２
ｃのソース電極がデータ信号線Ｓｘに接続され、トランジスタ１２ｄのソース電極がデー
タ信号線Ｓｙに接続されている。なお、画素電極１７ｃと共通電極（対向電極）ｃｏｍと
の間に液晶容量Ｃｌｃが形成されるとともに、画素電極１７ｄと共通電極（対向電極）ｃ
ｏｍとの間に液晶容量Ｃｌｄが形成され、画素電極１７ｃと保持容量配線Ｃｓｎとの間に
保持容量ｃｓｃが形成されるとともに、画素電極１７ｄと保持容量配線Ｃｓｎとの間に保
持容量ｃｓｄが形成される。
【００１５】
　また、画素１０２と列方向に隣接する画素１０３には、２つの画素電極１７ｅ・１７ｆ
が行方向に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋２）に接続するトランジスタ１
２ｅのドレイン電極が画素電極１７ｅに接続されるとともに、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）に
接続するトランジスタ１２ｆのドレイン電極が画素電極１７ｆに接続され、かつトランジ
スタ１２ｅのソース電極がデータ信号線Ｓｘに接続され、トランジスタ１２ｆのソース電
極がデータ信号線Ｓｙに接続されている。なお、画素電極１７ｅと共通電極（対向電極）
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ｃｏｍとの間に液晶容量Ｃｌｅが形成されるとともに、画素電極１７ｆと共通電極（対向
電極）ｃｏｍとの間に液晶容量Ｃｌｆが形成され、画素電極１７ｅと保持容量配線Ｃｓ（
ｎ＋１）との間に保持容量ｃｓｅが形成されるとともに、画素電極１７ｆと保持容量配線
Ｃｓ（ｎ＋１）との間に保持容量ｃｓｆが形成される。
【００１６】
　また、画素１０３と列方向に隣接する画素１０４には、２つの画素電極１７ｇ・１７ｈ
が行方向に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋３）に接続するトランジスタ１
２ｇのドレイン電極が画素電極１７ｇに接続されるとともに、走査信号線Ｇ（ｎ＋２）に
接続するトランジスタ１２ｈのドレイン電極が画素電極１７ｈに接続され、かつトランジ
スタ１２ｇのソース電極がデータ信号線Ｓｘに接続され、トランジスタ１２ｈのソース電
極がデータ信号線Ｓｙに接続されている。なお、画素電極１７ｇと共通電極（対向電極）
ｃｏｍとの間に液晶容量Ｃｌｇが形成されるとともに、画素電極１７ｈと共通電極（対向
電極）ｃｏｍとの間に液晶容量Ｃｌｈが形成され、画素電極１７ｇと保持容量配線Ｃｓ（
ｎ＋２）との間に保持容量ｃｓｇが形成されるとともに、画素電極１７ｈと保持容量配線
Ｃｓ（ｎ＋２）との間に保持容量ｃｓｈが形成される。
【００１７】
　また、画素１０１と行方向に隣接する画素１０５には、２つの画素電極１７Ａ・１７Ｂ
が行方向に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇｎに接続するトランジスタ１２Ａのド
レイン電極が画素電極１７Ａに接続されるとともに、走査信号線Ｇ（ｎ－１）に接続する
トランジスタ１２Ｂのドレイン電極が画素電極１７Ｂに接続され、かつトランジスタ１２
Ａのソース電極がデータ信号線ＳＸに接続され、トランジスタ１２Ｂのソース電極がデー
タ信号線ＳＹに接続されている。なお、画素電極１７Ａと共通電極（対向電極）ｃｏｍと
の間に液晶容量ＣｌＡが形成されるとともに、画素電極１７Ｂと共通電極（対向電極）ｃ
ｏｍとの間に液晶容量ＣｌＢが形成され、画素電極１７Ａと保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）
との間に保持容量ＣｓＡが形成されるとともに、画素電極１７Ａと保持容量配線Ｃｓ（ｎ
－１）との間に保持容量ＣｓＢが形成される。
【００１８】
　また、画素１０２と行方向に隣接する画素１０６には、２つの画素電極１７Ｃ・１７Ｄ
が行方向に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）に接続するトランジスタ１
２Ｃのドレイン電極が画素電極１７Ｃに接続されるとともに、走査信号線Ｇｎに接続する
トランジスタ１２Ｄのドレイン電極が画素電極１７Ｄに接続され、かつトランジスタ１２
Ｃのソース電極がデータ信号線ＳＸに接続され、トランジスタ１２Ｄのソース電極がデー
タ信号線ＳＹに接続されている。なお、画素電極１７Ｃと共通電極（対向電極）ｃｏｍと
の間に液晶容量ＣｌＣが形成されるとともに、画素電極１７Ｄと共通電極（対向電極）Ｃ
ｏｍとの間に液晶容量ＣｌＤが形成され、画素電極１７Ｃと保持容量配線Ｃｓｎとの間に
保持容量ｃｓＣが形成されるとともに、画素電極１７Ｄと保持容量配線Ｃｓｎとの間に保
持容量ｃｓＤが形成される。
【００１９】
　また、画素１０３と行方向に隣接する画素１０７には、２つの画素電極１７Ｅ・１７Ｆ
が行方向に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋２）に接続するトランジスタ１
２Ｅのドレイン電極が画素電極１７Ｅに接続されるとともに、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）に
接続するトランジスタ１２Ｆのドレイン電極が画素電極１７Ｆに接続され、かつトランジ
スタ１２Ｅのソース電極がデータ信号線ＳＸに接続され、トランジスタ１２Ｆのソース電
極がデータ信号線ＳＹに接続されている。なお、画素電極１７Ｅと共通電極（対向電極）
ｃｏｍとの間に液晶容量ＣｌＥが形成されるとともに、画素電極１７Ｆと共通電極（対向
電極）ｃｏｍとの間に液晶容量ＣｌＦが形成され、画素電極１７Ｅと保持容量配線Ｃｓ（
ｎ＋１）との間に保持容量ｃｓＥが形成されるとともに、画素電極１７Ｆと保持容量配線
Ｃｓ（ｎ＋１）との間に保持容量ｃｓＦが形成される。
【００２０】
　また、画素１０４と行方向に隣接する画素１０８には、２つの画素電極１７Ｇ・１７Ｈ
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が行方向に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋３）に接続するトランジスタ１
２Ｇのドレイン電極が画素電極１７Ｇに接続されるとともに、走査信号線Ｇ（ｎ＋２）に
接続するトランジスタ１２Ｈのドレイン電極が画素電極１７Ｈに接続され、かつトランジ
スタ１２Ｇのソース電極がデータ信号線ＳＸに接続され、トランジスタ１２Ｈのソース電
極がデータ信号線ＳＹに接続されている。なお、画素電極１７Ｇと共通電極（対向電極）
ｃｏｍとの間に液晶容量ＣｌＧが形成されるとともに、画素電極１７Ｈと共通電極（対向
電極）ｃｏｍとの間に液晶容量ＣｌＨが形成され、画素電極１７Ｇと保持容量配線Ｃｓ（
ｎ＋２）との間に保持容量ｃｓＧが形成されるとともに、画素電極１７Ｈと保持容量配線
Ｃｓ（ｎ＋２）との間に保持容量ｃｓＨが形成される。
【００２１】
　図２～図４は、液晶パネル５ａの一部（図１の４画素行を含む７画素行）に中間調表示
を行う場合の駆動方法を、１水平走査期間ごとに連続する３水平走査期間分（Ｈ１～Ｈ３
）示す模式図である。なお、図２はＨ１の２本選択期間および１本選択期間を示し、図３
はＨ２の２本選択期間および１本選択期間を示し、図４はＨ３の２本選択期間および１本
選択期間を示している。また、図５は液晶パネル５ａの一部に中間調表示を行う場合の駆
動方法を示すタイミングチャート（２フレーム分）であり、図５のＳｘ・Ｓｙ・ＳＸ・Ｓ
Ｙは、図２～５のデータ信号線Ｓｘ・Ｓｙ・ＳＸ・ＳＹに供給されるデータ信号を示し、
図５のＧｎ～Ｇ（ｎ＋５）は、図２～５の走査信号線Ｇｎ～Ｇ（ｎ＋５）に供給される走
査信号（アクティブＨｉｇｈ）を示し、図５の１７ａ～１７ｆは、図１の画素電極１７ａ
～１７ｆの電位を示している。
【００２２】
　図２～５に示す駆動方法では、走査信号線を２本ずつ順次選択していき、一水平走査期
間には、２本の走査信号線が同時選択される２本選択期間と、該２本選択期間に続き、該
２本の走査信号線の一方が非選択とされる１本選択期間とが含まれる。また、中間調表示
時には、２本選択期間に低階調データ信号が各データ信号線に供給され、１本選択期間に
高階調データ信号が各データ信号線に供給される。また、１つの画素列に対応する２本の
データ信号線に、逆極性のデータ信号が供給される。また、それぞれが異なる画素列に対
応する、互いに隣り合う２本のデータ信号線（例えばＳｙ・ＳＸ）には同極性のデータ信
号を供給する。なお、各データ信号線に供給されるデータ信号の極性は一水平走査期間（
１Ｈ）ごとに反転する。
【００２３】
　例えば、連続する３つの水平走査期間Ｈ１～Ｈ３において、Ｈ１の２本選択期間では、
２本の走査信号線Ｇｎ・Ｇ（ｎ＋１）を選択する（アクティブとする）。これにより、図
１・２・５に示すように、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓｘ
に接続する画素電極１７ａにはプラスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トラ
ンジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｄには
マイナスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線
Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｃにはプラスの低階調デー
タ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信号線
Ｓｙに接続する画素電極１７ｆにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれる。また、
トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ａ
にはマイナスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信
号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｄにはプラスのプリチャージ信
号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ
信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｃにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれ、ト
ランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極
１７Ｆにはプラスの低階調データ信号が書き込まれる。
【００２４】
　次いで、Ｈ１の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）を非選択とし、走査信号線
Ｇｎのみを選択するとする。これにより、図１・２・５に示すように、トランジスタを介
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して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ａにはプラスの高階
調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓ
ｙに接続する画素電極１７ｄにはマイナスの高階調データ信号が書き込まれる。また、ト
ランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ａに
はマイナスの高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよ
びデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｄにはプラスの高階調データ信号が書き込ま
れる。
【００２５】
　以上から、画素電極１７ａ・１７ｃ・１７ｄ・１７ｆ・１７Ａ・１７Ｃ・１７Ｄ・１７
Ｆそれぞれに対応する副画素は、明副画素（＋）・暗副画素（＋）・明副画素（－）・暗
副画素（－）・明副画素（－）・暗副画素（－）・明副画素（＋）・暗副画素（＋）とな
る。
【００２６】
　また、Ｈ２の２本選択期間では、２本の走査信号線Ｇ（ｎ＋２）・Ｇ（ｎ＋３）を選択
する（アクティブとする）。これにより、図１・３・５に示すように、トランジスタを介
して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｅにはマイ
ナスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（
ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｈにはプラスのプリチャージ信
号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ
信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｇにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれ、ト
ランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極
にはプラスの低階調データ信号が書き込まれる。また、トランジスタを介して走査信号線
Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｅにはプラスのプリチャー
ジ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデ
ータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｈにはマイナスのプリチャージ信号（低階調）が
書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線ＳＸに接
続する画素電極１７Ｇにはプラスの低階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介し
て走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極にはマイナスの低
階調データ信号が書き込まれる。
【００２７】
　次いで、Ｈ２の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋３）を非選択とし、走査信号線
Ｇ（ｎ＋２）のみを選択するとする。これにより、図１・３・５に示すように、トランジ
スタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｅ
にはマイナスの高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ
＋２）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｈにはプラスの高階調データ信号
が書き込まれる。また、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号
線ＳＸに接続する画素電極１７Ｅにはプラスの高階調データ信号が書き込まれ、トランジ
スタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｈ
にはマイナスの高階調データ信号が書き込まれる。
【００２８】
　以上から、画素電極１７ｅ・１７ｇ・１７ｈ・１７Ｅ・１７Ｇ・１７Ｈそれぞれに対応
する副画素は、明副画素（－）・暗副画素（－）・明副画素（＋）・明副画素（＋）・暗
副画素（＋）・明副画素（－）となる。
【００２９】
　また、Ｈ３の２本選択期間では、２本の走査信号線Ｇ（ｎ＋４）・Ｇ（ｎ＋５）を選択
し、次いでＨ３の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋５）を非選択とし、走査信号線
Ｇ（ｎ＋４）のみを選択する。Ｈ３の状態については図４のとおりである。
【００３０】
　液晶パネル５ａを備えた液晶表示装置は、個別書き込み型の画素分割方式であるため、
視野角特性が良好であるとともに、容量結合型と比較して、電気的にフローティングとな
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る画素電極がなく、信頼性が高い、また、明・暗副画素の輝度を正確に制御することがで
きるといったメリットがある。
【００３１】
　そして、走査信号線を２本ずつ選択していき、偶数番目の走査信号線（Ｇｎ・Ｇ（ｎ＋
２）・・・）に接続する明副画素には２本選択期間でプリチャージした後に１本選択期間
でデータ信号を書き込むことができるため、通常駆動であれば、明副画素の充電時間を実
質的に２倍に延ばすことができる。また、奇数番目の走査信号線（Ｇ（ｎ＋１）・Ｇ（ｎ
＋３）・・・）に接続する暗副画素にデータ信号を書き込む２本選択期間が、１本選択期
間よりも長く設定されているため、通常駆動であれば、暗副画素の充電時間も延ばすこと
ができる。これにより、大型高精細の液晶表示装置や高速駆動（６０Ｈｚ以上の駆動）の
液晶表示装置に好適となる。
【００３２】
　さらに、中間調を表示する時には、行方向および列方向それぞれについて、明副画素と
暗副画素とが交互に並び（明・暗副画素が市松配置され）、ライン状のムラが視認されに
くくなるという効果もある。
【００３３】
　加えて、画面に書き込まれたデータ信号の極性が、行方向および列方向それぞれについ
て２副画素単位で反転するため、画面のチラツキも抑制することができる。
【００３４】
　図６は、図１に示す液晶パネル５ａの一部の構成例を示す平面図である。図６に示すよ
うに、液晶パネル５ａには、行方向に延伸する、走査信号線Ｇ（ｎ－１）・走査信号線Ｇ
ｎ・走査信号線Ｇ（ｎ＋１）が走査方向に沿ってこの順に配されるとともに、列方向に延
伸するデータ信号線Ｓｘ・Ｓｙ・ＳＸ・ＳＹがこの順に並べられ、平面的に視ると、走査
信号線Ｇ（ｎ－１）および走査信号線Ｇｎ並びにデータ信号線Ｓｘ・Ｓｙで画される領域
に画素電極１７ａ・１７ｂが行方向に沿ってこの順に並べられるとともに、走査信号線Ｇ
（ｎ－１）および走査信号線Ｇｎ並びにデータ信号線ＳＸ・ＳＹで画される領域に画素電
極１７Ａ・１７Ｂが行方向に沿ってこの順に並べられ、かつ走査信号線Ｇｎおよび走査信
号線Ｇ（ｎ＋１）並びにデータ信号線Ｓｘ・Ｓｙで画される領域に画素電極１７ｃ・１７
ｄが行方向に沿ってこの順に並べられるとともに、走査信号線Ｇｎおよび走査信号線Ｇ（
ｎ＋１）並びにデータ信号線ＳＸ・ＳＹで画される領域に画素電極１７Ｃ・１７Ｄが行方
向に沿ってこの順に並べられている。また、走査信号線Ｇ（ｎ－１）および走査信号線Ｇ
ｎ間に保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）が配されるとともに、走査信号線Ｇｎおよび走査信号
線Ｇ（ｎ＋１）間に保持容量配線Ｃｓｎが配されている。
【００３５】
　なお、走査信号線Ｇ（ｎ－１）はトランジスタ１２ｂ・１２Ｂのゲート電極として、走
査信号線Ｇｎはトランジスタ１２ａ・１２Ａのゲート電極として、走査信号線Ｇ（ｎ＋１
）はトランジスタ１２ｃ・１２Ｃのゲート電極として機能する。また、トランジスタ１２
ａ・１２ｃのソース電極はデータ信号線Ｓｘに接続されるとともに、トランジスタ１２ｂ
・１２ｄのソース電極はデータ信号線Ｓｙに接続され、トランジスタ１２Ａ・１２Ｃのソ
ース電極はデータ信号線ＳＸに接続されるとともに、トランジスタ１２Ｂ・１２Ｄのソー
ス電極はデータ信号線ＳＹに接続されている。
【００３６】
　また、トランジスタ１２ａのドレイン電極がコンタクトホール１１ａを介して画素電極
１７ａに接続され、トランジスタ１２ｂのドレイン電極がコンタクトホール１１ｂを介し
て画素電極１７ｂに接続され、保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）に重なる容量電極６７ａと画
素電極１７ａとがコンタクトホール９１ａを介して接続され、保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１
）に重なる容量電極６７ｂと画素電極１７ｂとがコンタクトホール９１ｂを介して接続さ
れている。同様に、トランジスタ１２Ａのドレイン電極がコンタクトホール１１Ａを介し
て画素電極１７Ａに接続され、トランジスタ１２Ｂのドレイン電極がコンタクトホール１
１Ｂを介して画素電極１７Ｂに接続され、保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）に重なる容量電極



(11) JP WO2011/052277 A1 2011.5.5

10

20

30

40

50

６７Ａと画素電極１７Ａとがコンタクトホール９１Ａを介して接続され、保持容量配線Ｃ
ｓ（ｎ－１）に重なる容量電極６７Ｂと画素電極１７Ｂとがコンタクトホール９１Ｂを介
して接続されている。
【００３７】
　ここでは、保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）および容量電極６７ａの重なり部分、保持容量
配線Ｃｓ（ｎ－１）および容量電極６７ｂの重なり部分、保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）お
よび容量電極６７Ａの重なり部分、および保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）および容量電極６
７Ｂの重なり部分にそれぞれ、保持容量ｃｓａ・ｃｓｂ・ｃｓＡ・ｃｓＢ（図１参照）の
大半が形成されている。
【００３８】
　また、トランジスタ１２ｃのドレイン電極がコンタクトホール１１ｃを介して画素電極
１７ｃに接続され、トランジスタ１２ｄのドレイン電極がコンタクトホール１１ｄを介し
て画素電極１７ｄに接続され、保持容量配線Ｃｓｎに重なる容量電極６７ｃと画素電極１
７ｃとがコンタクトホール９１ｃを介して接続され、保持容量配線Ｃｓｎに重なる容量電
極６７ｄと画素電極１７ｄとがコンタクトホール９１ｄを介して接続されている。同様に
、トランジスタ１２Ｃのドレイン電極がコンタクトホール１１Ｃを介して画素電極１７Ｃ
に接続され、トランジスタ１２Ｄのドレイン電極がコンタクトホール１１Ｄを介して画素
電極１７Ｄに接続され、保持容量配線Ｃｓｎに重なる容量電極６７Ｃと画素電極１７Ｃと
がコンタクトホール９１Ｃを介して接続され、保持容量配線Ｃｓｎに重なる容量電極６７
Ｄと画素電極１７Ｄとがコンタクトホール９１Ｄを介して接続されている。
【００３９】
　ここでは、保持容量配線Ｃｓｎおよび容量電極６７Ａの重なり部分、保持容量配線Ｃｓ
ｎおよび容量電極６７Ｂの重なり部分、保持容量配線Ｃｓｎおよび容量電極６７Ｃの重な
り部分、および保持容量配線Ｃｓｎおよび容量電極６７Ｄの重なり部分にそれぞれ、保持
容量ｃｓｃ・ｃｓｄ・ｃｓＣ・ｃｓＤ（図１参照）の大半が形成されている。
【００４０】
　なお、図６では、トランジスタ１２ａ・１２ｄ・１２Ａ・１２Ｄのチャネルサイズ（Ｗ
／Ｌ）とトランジスタ１２ｂ・１２ｃ・１２Ｂ・１２Ｃのチャネルサイズ（Ｗ／Ｌ）とを
等しくしているがこれに限定されない。充電時間を長くとれる明画素電極に接続するトラ
ンジスタ１２ａ・１２ｄ・１２Ａ・１２Ｄのチャネルサイズを、暗画素電極に接続するト
ランジスタ１２ｂ・１２ｃ・１２Ｂ・１２Ｃよりも小さくすることもできる。こうすれば
、開口率を高めることができる。
【００４１】
　図７は図６の矢視断面図である。同図に示すように、液晶パネル５ａは、アクティブマ
トリクス基板３と、これに対向するカラーフィルタ基板３０と、両基板（３・３０）間に
配される液晶層４０とを備える。
【００４２】
　アクティブマトリクス基板３では、ガラス基板３１上に走査信号線Ｇｎおよび保持容量
配線Ｃｓ（ｎ－１）が形成され、これらを覆うようにゲート絶縁膜２２が形成されている
。ゲート絶縁膜２２上には、半導体層（ｉ層およびｎ＋層）、ｎ＋層に接するソース電極
、およびドレイン電極（断面には含まれない）並びに容量電極６７ａが形成され、これら
を覆うように無機層間絶縁膜２５が形成されている。無機層間絶縁膜２５上には、これよ
りも厚い有機層間絶縁膜２６が形成され、有機層間絶縁膜２６上に画素電極１７ａが形成
される。なお、図示しないが、アクティブマトリクス基板３の表面を覆うように配向膜が
形成されている。ここで、コンタクトホール９１ａでは、無機層間絶縁膜２５および有機
層間絶縁膜２６が刳り貫かれ、これによって、画素電極１７ａと容量電極６７ａとが接続
される。容量電極６７ａはゲート絶縁膜２２を介して保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）と重な
っており、この重なり部分に保持容量ｃｓａ（図１参照）の大半が形成される。
【００４３】
　一方、カラーフィルタ基板３０では、ガラス基板３２上にブラックマトリクス１３およ
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び着色層１４が形成され、その上層に共通電極（ｃｏｍ）２８が形成され、さらにカラー
フィルタ基板３０の表面を覆うように配向膜が形成されている（図示せず）。
【００４４】
　以下に、本液晶パネルの製造方法について説明する。液晶パネルの製造方法には、アク
ティブマトリクス基板製造工程と、カラーフィルタ基板製造工程と、両基板を貼り合わせ
て液晶を充填する組み立て工程とが含まれる。
【００４５】
　まず、ガラス、プラスチックなどの基板上に、チタン、クロム、アルミニウム、モリブ
デン、タンタル、タングステン、銅などの金属膜、それらの合金膜、または、それらの積
層膜（厚さ１０００Å～３０００Å）をスパッタリング法により成膜し、その後、フォト
リソグラフィー技術（Photo Engraving Process、以下、「ＰＥＰ技術」と称し、これに
はエッチング工程が含まれるものとする）によりパターニングを行い、フォトレジストを
除去することにより、走査信号線（各トランジスタのゲート電極）および保持容量配線を
形成する。
【００４６】
　次いで、走査信号線が形成された基板全体に、ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）
法により窒化シリコンや酸化シリコンなどの無機絶縁膜（厚さ３０００Å～５０００Å程
度）を成膜し、ゲート絶縁膜を形成する。
【００４７】
　続いて、ゲート絶縁膜上（基板全体）に、ＣＶＤ法により真性アモルファスシリコン膜
（厚さ１０００Å～３０００Å）と、リンがドープされたｎ＋アモルファスシリコン膜（
厚さ４００Å～７００Å）とを連続して成膜し、その後、ＰＥＰ技術によってパターニン
グを行い、フォトレジストを除去することにより、ゲート電極上に、真性アモルファスシ
リコン層とｎ＋アモルファスシリコン層とからなるシリコン積層体を島状に形成する。
【００４８】
　続いて、シリコン積層体が形成された基板全体に、チタン、クロム、アルミニウム、モ
リブデン、タンタル、タングステン、銅などの金属膜、それらの合金膜、または、それら
の積層膜（厚さ１０００Å～３０００Å）をスパッタリング法により成膜し、その後、Ｐ
ＥＰ技術によりパターニングを行い、データ信号線、トランジスタのソース電極・ドレイ
ン電極、および容量電極を形成する（メタル層の形成）。ここでは必要に応じてレジスト
を除去する。
【００４９】
　さらに、上記メタル配線形成時のフォトレジスト、またはソース電極およびドレイン電
極をマスクとして、シリコン積層体を構成するｎ＋アモルファスシリコン層をエッチング
除去し、フォトレジストを除去することにより、トランジスタのチャネルを形成する。こ
こで、半導体層は、上記のようにアモルファスシリコン膜により形成させてもよいが、ポ
リシリコン膜を成膜させてもよく、また、アモルファスシリコン膜およびポリシリコン膜
にレーザアニール処理を行って結晶性を向上させてもよい。これにより、半導体層内の電
子の移動速度が速くなり、トランジスタ（ＴＦＴ）の特性を向上させることができる。
【００５０】
　次いで、データ信号線などが形成された基板全体に層間絶縁膜を形成する。具体的には
、ＳｉＨ４ガスとＮＨ３ガスとＮ２ガスとの混合ガスを用い、基板全面を覆うように、厚
さ約３０００ÅのＳｉＮｘからなる無機層間絶縁膜２５（パッシベーション膜）をＣＶＤ
にて形成する。その後、厚さ約３μｍのポジ型感光性アクリル樹脂からなる有機層間絶縁
膜２６をスピンコートやダイコートにて形成する。
【００５１】
　続いて、ＰＥＰ技術により有機層間絶縁膜２６にコンタクト用パターンを形成し、さら
に、パターニングされた有機層間絶縁膜２６をマスクとし、ＣＦ４ガスとＯ２ガスとの混
合ガスを用いて、無機層間絶縁膜２５をドライエッチングする。なお、有機層間絶縁膜２
６は、例えば、ＳＯＧ（スピンオンガラス）材料からなる絶縁膜であってもよく、また、
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有機層間絶縁膜２６に、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、ポリウレタン樹
脂、ノボラック樹脂、およびシロキサン樹脂の少なくとも１つが含まれていてもよい。
【００５２】
　続いて、コンタクトホールが形成された層間絶縁膜上の基板全体に、ＩＴＯ（Indium T
in Oxide）、ＩＺＯ（Indium Zinc Oxide）、酸化亜鉛、酸化スズなどからなる透明導電
膜（厚さ１０００Å～２０００Å）をスパッタリング法により成膜し、その後、ＰＥＰ技
術によりパターニングを行い、レジストを除去して各画素電極を形成する。
【００５３】
　最後に、画素電極上の基板全体に、ポリイミド樹脂を厚さ５００Å～１０００Åで印刷
し、その後、焼成して、回転布にて一方向にラビング処理を行って、配向膜を形成する。
以上のようにして、アクティブマトリクス基板製造される。
【００５４】
　以下に、カラーフィルタ基板製造工程について説明する。
【００５５】
　まず、ガラス、プラスチックなどの基板上（基板全体）に、クロム薄膜、または黒色顔
料を含有する樹脂を成膜した後にＰＥＰ技術によってパターニングを行い、ブラックマト
リクスを形成する。次いで、ブラックマトリクスの間隙に、顔料分散法などを用いて、赤
、緑および青のカラーフィルタ層（厚さ２μｍ程度）をパターン形成する。
【００５６】
　続いて、カラーフィルタ層上の基板全体に、ＩＴＯ、ＩＺＯ、酸化亜鉛、酸化スズなど
からなる透明導電膜（厚さ１０００Å程度）を成膜し、共通電極（ｃｏｍ）を形成する。
【００５７】
　最後に、共通電極上の基板全体に、ポリイミド樹脂を厚さ５００Å～１０００Åで印刷
し、その後、焼成して、回転布にて一方向にラビング処理を行って、配向膜を形成する。
上記のようにして、カラーフィルタ基板を製造することができる。
【００５８】
　以下に、組み立て工程について、説明する。
【００５９】
　まず、アクティブマトリクス基板およびカラーフィルタ基板の一方に、スクリーン印刷
により、熱硬化性エポキシ樹脂などからなるシール材料を液晶注入口の部分を欠いた枠状
パターンに塗布し、他方の基板に液晶層の厚さに相当する直径を持ち、プラスチックまた
はシリカからなる球状のスペーサーを散布する。なお、スペーサーを散布する代わりに、
ＰＥＰ技術によりＣＦ基板のＢＭ上あるいはアクティブマトリクス基板のメタル配線上に
スペーサーを形成してもよい。
【００６０】
　次いで、アクティブマトリクス基板とカラーフィルタ基板とを貼り合わせ、シール材料
を硬化させる。
【００６１】
　最後に、アクティブマトリクス基板およびカラーフィルタ基板並びにシール材料で囲ま
れる空間に、減圧法により液晶材料を注入した後、液晶注入口にＵＶ硬化樹脂を塗布し、
ＵＶ照射によって液晶材料を封止することで液晶層を形成する。以上のようにして、液晶
パネルが製造される。
【００６２】
　なお、ＭＶＡ（マルチドメインバーティカルアライメント）方式の液晶パネルでは、例
えば、アクティブマトリクス基板の各画素電極に配向規制用のスリットが設けられるとと
もに、カラーフィルタ基板に配向規制用のリブ（線状突起）が設けられる。なお、リブの
代わりに、カラーフィルタ基板の共通電極に配向規制用のスリットを設けることもできる
。また、紫外線等の照射によって液晶の配向を決定する、光配向液晶を用いることもでき
る。この場合、リブやスリットの構造体を設けることなく高視野角化を実現でき、開口率
を大幅に向上させることができる。
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【００６３】
　なお、図６・７の構成においては、互いに隣り合い、かつそれぞれが別々の画素列に対
応して設けられた２本のデータ信号線の間隙（データ信号線と同層）あるいは間隙上（画
素電極と同層）に、データ信号とは別の信号が供給される間在配線を設けてもよい。例え
ば、データ信号線Ｓｙ・ＳＸの間隙に間在配線を設ける。こうすれば、例えば、データ信
号線ＳＸと画素電極１７ａのクロストーク、およびデータ信号線Ｓｙと画素電極１７Ａの
クロストークを低減することができる。さらに、図６・７では各保持容量配線が走査信号
線と同層に形成され、行方向に（図中横方向）延伸しているが、これに限定されない。各
保持容量配線をデータ信号線と同層（メタル層）に形成し、列方向（図中縦方向）に延伸
させてもよい。
【００６４】
　例えば図３４では、列方向に延伸する保持容量配線Ｃｓｚが、画素電極１７ａ・１７ｂ
の間隙および画素電極１７ｃ・１７ｄの間隙と重なるようにメタル層に設けられ、保持容
量配線Ｃｓｚと画素電極１７ａ・１７ｂ・１７ｃ・１７ｄそれぞれとの重なり部分に保持
容量が形成され、また、列方向に延伸する保持容量配線ＣｓＺが、画素電極１７Ａ・１７
Ｂの間隙および画素電極１７Ｃ・１７Ｄの間隙と重なるようにメタル層に設けられ、保持
容量配線ＣｓＺと画素電極１７Ａ・１７Ｂ・１７Ｃ・１７Ｄそれぞれとの重なり部分に保
持容量が形成されている。このような構成にすることで、画素電極間の液晶の配向乱れや
光漏れを効率よく隠すことができる。そうすると、画素電極間に対応してカラーフィルタ
基板側に設けられるブラックマトリクスを細くしたり、省いたりすることができるため、
開口率を高めることができる。なお、図３４のような構成では、保持容量を確保するため
に、チャネル保護膜（層間絶縁膜）を無機絶縁膜のみで形成することもできる。
【００６５】
　図５に示す液晶パネル５ａの駆動方法では２本選択期間に低階調データ信号が各データ
信号線に供給され、１本選択期間に高階調データ信号が各データ信号線に供給されるが、
これに限定されない。図８に示すように、２本選択期間に高階調データ信号を各データ信
号線に供給し、１本選択期間に低階調データ信号を各データ信号線に供給してもよい。
【００６６】
　この場合、図９に示すように、連続する３つの水平走査期間Ｈ１～Ｈ３において、Ｈ１
の２本選択期間では、２本の走査信号線Ｇｎ・Ｇ（ｎ＋１）を選択する（アクティブとす
る）。これにより、図１・８・９に示すように、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎお
よびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ａにはプラスのプリチャージ信号（高階調
）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓｙに接続す
る画素電極１７ｄにはマイナスのプリチャージ信号（高階調）が書き込まれ、トランジス
タを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｃに
はプラスの高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１
）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｆにはマイナスの高階調データ信号が
書き込まれる。また、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＸに接
続する画素電極１７Ａにはマイナスのプリチャージ信号（高階調）が書き込まれ、トラン
ジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｄにはプ
ラスのプリチャージ信号（高階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（
ｎ＋１）およびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｃにはマイナスの高階調データ
信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信号線Ｓ
Ｙに接続する画素電極１７Ｆにはプラスの高階調データ信号が書き込まれる。
【００６７】
　次いで、Ｈ１の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）を非選択とし、走査信号線
Ｇｎのみを選択するとする。これにより、図１・８・９に示すように、トランジスタを介
して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ａにはプラスの低階
調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓ
ｙに接続する画素電極１７ｄにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれる。また、ト
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ランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ａに
はマイナスの低階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよ
びデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｄにはプラスの低階調データ信号が書き込ま
れる。
【００６８】
　以上から、画素電極１７ａ・１７ｃ・１７ｄ・１７ｆ・１７Ａ・１７Ｃ・１７Ｄ・１７
Ｆそれぞれに対応する副画素は、暗副画素（＋）・明副画素（＋）・暗副画素（－）・明
副画素（－）・暗副画素（－）・明副画素（－）・暗副画素（＋）・明副画素（＋）とな
る。
【００６９】
　また、Ｈ２の２本選択期間では、２本の走査信号線Ｇ（ｎ＋２）・Ｇ（ｎ＋３）を選択
する（アクティブとする）。これにより、図１・８・１０に示すように、トランジスタを
介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｅにはマ
イナスのプリチャージ信号（高階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ
（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｈにはプラスのプリチャージ
信号（高階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデー
タ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｇにはマイナスの高階調データ信号が書き込まれ、
トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電
極にはプラスの高階調データ信号が書き込まれる。また、トランジスタを介して走査信号
線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｅにはプラスのプリチャ
ージ信号（高階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）および
データ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｈにはマイナスのプリチャージ信号（高階調）
が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線ＳＸに
接続する画素電極１７Ｇにはプラスの高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介
して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極にはマイナスの
高階調データ信号が書き込まれる。
【００７０】
　次いで、Ｈ２の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋３）を非選択とし、走査信号線
Ｇ（ｎ＋２）のみを選択するとする。これにより、図１・８・１０に示すように、トラン
ジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７
ｅにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（
ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｈにはプラスの低階調データ信
号が書き込まれる。また、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信
号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｅにはプラスの低階調データ信号が書き込まれ、トラン
ジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７
Ｈにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれる。
【００７１】
　以上から、画素電極１７ｅ・１７ｇ・１７ｈ・１７Ｅ・１７Ｇ・１７Ｈそれぞれに対応
する副画素は、暗副画素（－）・明副画素（－）・暗副画素（＋）・暗副画素（＋）・明
副画素（＋）・暗副画素（－）となる。
【００７２】
　また、Ｈ３の２本選択期間では、２本の走査信号線Ｇ（ｎ＋４）・Ｇ（ｎ＋５）を選択
し、次いでＨ３の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋５）を非選択とし、走査信号線
Ｇ（ｎ＋４）のみを選択する。Ｈ３の状態については図１１のとおりである。
【００７３】
　図８の駆動方法では、走査信号線を２本ずつ選択していき、偶数番目の走査信号線（Ｇ
ｎ・Ｇ（ｎ＋２）・・・）に接続する暗副画素には２本選択期間でプリチャージした後に
１本選択期間でデータ信号を書き込むことができるため、通常駆動であれば、暗副画素の
充電時間を実質的に２倍に延ばすことができる。また、奇数番目の走査信号線（Ｇ（ｎ＋
１）・Ｇ（ｎ＋３）・・・）に接続する明副画素にデータ信号を書き込む２本選択期間が
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、１本選択期間よりも長く設定されているため、通常駆動であれば、明副画素の充電時間
も延ばすことができる。これにより、大型高精細の液晶表示装置や高速駆動（６０Ｈｚ以
上の駆動）の液晶表示装置に好適となる。図８の駆動方法は、特に図１２に示すような、
偶数番目の走査信号線（Ｇｎ・Ｇ（ｎ＋２）・・・）に接続する画素電極１７ａ・１７ｄ
・１７Ａ・１７Ｄ（暗画素電極）が、奇数番目の走査信号線（Ｇ（ｎ＋１）・Ｇ（ｎ＋３
）・・・）に接続する画素電極１７ｂ・１７ｃ・１７Ｂ・１７Ｃ（明画素電極）よりも面
積が大きい場合に好適である。これは、面積の大きな（充電し難い）暗画素電極の充電時
間を２倍（通常駆動時）延ばせ、また、高階調データ信号でプリチャージした後に低階調
データ信号を書き込むことによるオーバーシュート効果も期待できるからである。なお、
暗画素電極の面積は、明画素電極の面積を１として、１～４が好ましい。
【００７４】
　図５に示す液晶パネル５ａの駆動方法では、それぞれが異なる画素列に対応する、互い
に隣り合う２本のデータ信号線（例えばＳｙ・ＳＸ）に同極性のデータ信号が供給され、
各データ信号線に供給されるデータ信号の極性が一水平走査期間（１Ｈ）ごとに反転する
が、これに限定されない。図１３に示すように、それぞれが異なる画素列に対応する、互
いに隣り合う２本のデータ信号線（例えばＳｙ・ＳＸ）に逆極性のデータ信号を供給し、
各データ信号線に供給されるデータ信号の極性を一垂直走査期間（１フレーム期間）ごと
に反転させてもよい。なお、１つの画素列に対応する２本のデータ信号線には逆極性のデ
ータ信号を供給する。
【００７５】
　例えば、連続する３つの水平走査期間ｈ１～ｈ３において、ｈ１の２本選択期間では、
２本の走査信号線Ｇｎ・Ｇ（ｎ＋１）を選択する（図１３・１４参照）。これにより、図
１・１３・１４に示すように、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線
Ｓｘに接続する画素電極１７ａにはプラスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、
トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｄ
にはマイナスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信
号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｃにはプラスの低階調
データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信
号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｆにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれる。ま
た、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１
７Ａにはマイナスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走
査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｄにはプラスのプリチャー
ジ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデ
ータ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｃにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれ
、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素
電極１７Ｆにはプラスの低階調データ信号が書き込まれる。
【００７６】
　次いで、ｈ１の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）を非選択とし、走査信号線
Ｇｎのみを選択するとする。これにより、図１・１３・１４に示すように、トランジスタ
を介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ａにはプラスの
高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号
線Ｓｙに接続する画素電極１７ｄにはマイナスの高階調データ信号が書き込まれる。また
、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１７
Ａにはマイナスの高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎ
およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｄにはプラスの高階調データ信号が書き
込まれる。
【００７７】
　以上から、画素電極１７ａ・１７ｃ・１７ｄ・１７ｆ・１７Ａ・１７Ｃ・１７Ｄ・１７
Ｆそれぞれに対応する副画素は、明副画素（＋）・暗副画素（＋）・明副画素（－）・暗
副画素（－）・明副画素（－）・暗副画素（－）・明副画素（＋）・暗副画素（＋）とな
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る。
【００７８】
　また、ｈ２の２本選択期間では、２本の走査信号線Ｇ（ｎ＋２）・Ｇ（ｎ＋３）を選択
する（図１３・１５参照）。これにより、図１・１３・１５に示すように、トランジスタ
を介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｅには
プラスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ
（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｈにはマイナスのプリチャー
ジ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデ
ータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｇにはプラスの低階調データ信号が書き込まれ、
トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電
極にはマイナスの低階調データ信号が書き込まれる。また、トランジスタを介して走査信
号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｅにはプラスのプリチ
ャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およ
びデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｈにはマイナスのプリチャージ信号（低階調
）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線ＳＸ
に接続する画素電極１７Ｇにはプラスの低階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを
介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極にはマイナス
の低階調データ信号が書き込まれる。
【００７９】
　次いで、ｈ２の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋３）を非選択とし、走査信号線
Ｇ（ｎ＋２）のみを選択するとする。これにより、図１・１３・１５に示すように、トラ
ンジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１
７ｅにはプラスの高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（
ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｈにはマイナスの高階調データ
信号が書き込まれる。また、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ
信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｅにはプラスの高階調データ信号が書き込まれ、トラ
ンジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１
７Ｈにはマイナスの高階調データ信号が書き込まれる。
【００８０】
　以上から、画素電極１７ｅ・１７ｇ・１７ｈ・１７Ｅ・１７Ｇ・１７Ｈそれぞれに対応
する副画素は、明副画素（＋）・暗副画素（＋）・明副画素（－）・明副画素（＋）・暗
副画素（＋）・明副画素（－）となる。
【００８１】
　また、ｈ３の２本選択期間では、２本の走査信号線Ｇ（ｎ＋４）・Ｇ（ｎ＋５）を選択
し、次いでｈ３の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋５）を非選択とし、走査信号線
Ｇ（ｎ＋４）のみを選択する。ｈ３の状態については図１６のとおりである。
【００８２】
　図１３～図１６に示す駆動方法では、同一データ信号線に供給されるデータ信号の極性
が１垂直走査期間中変わらないため、データ信号の極性が１水平走査期間で反転するよう
な場合と比較してソースドライバの消費電力を抑えることができる。加えて、中間調を表
示する時には、行方向および列方向それぞれについて、明副画素と暗副画素とが交互に並
び（明・暗副画素が市松配置され）、ライン状のムラが視認されにくくなるという効果も
ある。
【００８３】
　〔実施の形態２〕
　図１７は本液晶パネル５ｂの一部を示す等価回路図である。液晶パネル５ｂでは、各画
素に、２つの画素電極が列方向に沿って並べられ、同一の画素列に属し、それぞれがトラ
ンジスタを介して同一の走査信号線に接続する２つの画素電極が隣接している。これ以外
は図１と同様である。
【００８４】



(18) JP WO2011/052277 A1 2011.5.5

10

20

30

40

50

　例えば、画素１０１には、２つの画素電極１７ａ・１７ｂが列方向（走査方向）に沿っ
てこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ－１）に接続するトランジスタ１２ａのドレイン
電極が画素電極１７ａに接続されるとともに、走査信号線Ｇｎに接続するトランジスタ１
２ｂのドレイン電極が画素電極１７ｂに接続され、かつトランジスタ１２ａのソース電極
がデータ信号線Ｓｙに接続され、トランジスタ１２ｂのソース電極がデータ信号線Ｓｘに
接続されている。
【００８５】
　また、画素１０１と列方向に隣接する画素１０２には、２つの画素電極１７ｃ・１７ｄ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇｎに接続するトランジス
タ１２ｃのドレイン電極が画素電極１７ｃに接続されるとともに、走査信号線Ｇ（ｎ＋１
）に接続するトランジスタ１２ｄのドレイン電極が画素電極１７ｄに接続され、かつトラ
ンジスタ１２ｃのソース電極がデータ信号線Ｓｙに接続され、トランジスタ１２ｄのソー
ス電極がデータ信号線Ｓｘに接続されている。
【００８６】
　また、画素１０２と列方向に隣接する画素１０３には、２つの画素電極１７ｅ・１７ｆ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）に接続するト
ランジスタ１２ｅのドレイン電極が画素電極１７ｅに接続されるとともに、走査信号線Ｇ
（ｎ＋２）に接続するトランジスタ１２ｆのドレイン電極が画素電極１７ｆに接続され、
かつトランジスタ１２ｅのソース電極がデータ信号線Ｓｙに接続され、トランジスタ１２
ｆのソース電極がデータ信号線Ｓｘに接続されている。
【００８７】
　また、画素１０３と列方向に隣接する画素１０４には、２つの画素電極１７ｇ・１７ｈ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋２）に接続するト
ランジスタ１２ｇのドレイン電極が画素電極１７ｇに接続されるとともに、走査信号線Ｇ
（ｎ＋３）に接続するトランジスタ１２ｈのドレイン電極が画素電極１７ｈに接続され、
かつトランジスタ１２ｇのソース電極がデータ信号線Ｓｙに接続され、トランジスタ１２
ｈのソース電極がデータ信号線Ｓｘに接続されている。
【００８８】
　また、画素１０１と行方向に隣接する画素１０５には、２つの画素電極１７Ａ・１７Ｂ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ－１）に接続するト
ランジスタ１２Ａのドレイン電極が画素電極１７Ａに接続されるとともに、走査信号線Ｇ
ｎに接続するトランジスタ１２Ｂのドレイン電極が画素電極１７Ｂに接続され、かつトラ
ンジスタ１２Ａのソース電極がデータ信号線ＳＹに接続され、トランジスタ１２Ｂのソー
ス電極がデータ信号線ＳＸに接続されている。
【００８９】
　また、画素１０２と行方向に隣接する画素１０６には、２つの画素電極１７Ｃ・１７Ｄ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇｎに接続するトランジス
タ１２Ｃのドレイン電極が画素電極１７Ｃに接続されるとともに、走査信号線Ｇ（ｎ＋１
）に接続するトランジスタ１２Ｄのドレイン電極が画素電極１７Ｄに接続され、かつトラ
ンジスタ１２Ｃのソース電極がデータ信号線ＳＹに接続され、トランジスタ１２Ｄのソー
ス電極がデータ信号線ＳＸに接続されている。
【００９０】
　また、画素１０３と行方向に隣接する画素１０７には、２つの画素電極１７Ｅ・１７Ｆ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）に接続するト
ランジスタ１２Ｅのドレイン電極が画素電極１７Ｅに接続されるとともに、走査信号線Ｇ
（ｎ＋２）に接続するトランジスタ１２Ｆのドレイン電極が画素電極１７Ｆに接続され、
かつトランジスタ１２Ｅのソース電極がデータ信号線ＳＹに接続され、トランジスタ１２
Ｆのソース電極がデータ信号線ＳＸに接続されている。
【００９１】
　また、画素１０４と行方向に隣接する画素１０８には、２つの画素電極１７Ｇ・１７Ｈ
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が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋２）に接続するト
ランジスタ１２Ｇのドレイン電極が画素電極１７Ｇに接続されるとともに、走査信号線Ｇ
（ｎ＋３）に接続するトランジスタ１２Ｈのドレイン電極が画素電極１７Ｈに接続され、
かつトランジスタ１２Ｇのソース電極がデータ信号線ＳＹに接続され、トランジスタ１２
Ｈのソース電極がデータ信号線ＳＸに接続されている。
【００９２】
　図１８～図２０は、液晶パネル５ｂの一部（図１７の４画素行を含む７画素行）に中間
調表示を行う場合の駆動方法を、１水平走査期間ごとに連続する３水平走査期間分（Ｈ１
～Ｈ３）示す模式図である。また、図２１は液晶パネル５ｂの一部に中間調表示を行う場
合の駆動方法を示すタイミングチャート（２フレーム分）である。
【００９３】
　図１８～２１に示す駆動方法では、走査信号線を２本ずつ順次選択していき、一水平走
査期間には、２本の走査信号線が同時選択される２本選択期間と、該２本選択期間に続き
、該２本の走査信号線の一方が非選択とされる１本選択期間とが含まれる。また、中間調
表示時には、２本選択期間に低階調データ信号が各データ信号線に供給され、１本選択期
間に高階調データ信号が各データ信号線に供給される。また、１つの画素列に対応する２
本のデータ信号線に、逆極性のデータ信号が供給される。また、それぞれが異なる画素列
に対応する、互いに隣り合う２本のデータ信号線（例えばＳｙ・ＳＸ）には同極性のデー
タ信号を供給する。なお、各データ信号線に供給されるデータ信号の極性は一垂直走査期
間（１フレーム）ごとに反転する。
【００９４】
　例えば、連続する３つの水平走査期間Ｈ１～Ｈ３において、Ｈ１の２本選択期間では、
２本の走査信号線Ｇｎ・Ｇ（ｎ＋１）を選択する（図１８・２１参照）。これにより、図
１７・１８・２１に示すように、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号
線Ｓｘに接続する画素電極１７ｂにはプラスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ
、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７
ｃにはマイナスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査
信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｄにはプラスの低階
調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ
信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｅにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれる。
また、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極
１７Ｂにはマイナスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して
走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｃにはプラスのプリチャ
ージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）および
データ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｄにはマイナスの低階調データ信号が書き込ま
れ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信号線ＳＹに接続する画
素電極１７Ｅにはプラスの低階調データ信号が書き込まれる。
【００９５】
　次いで、Ｈ１の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）を非選択とし、走査信号線
Ｇｎのみを選択するとする。これにより、図１７・１８・２１に示すように、トランジス
タを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｂにはプラス
の高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信
号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｃにはマイナスの高階調データ信号が書き込まれる。ま
た、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１
７Ｂにはマイナスの高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ
ｎおよびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｃにはプラスの高階調データ信号が書
き込まれる。
【００９６】
　以上から、画素電極１７ｂ・１７ｃ・１７ｄ・１７ｅ・１７Ｂ・１７Ｃ・１７Ｄ・１７
Ｅそれぞれに対応する副画素は、明副画素（＋）・明副画素（－）・暗副画素（＋）・暗
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副画素（－）・明副画素（－）・明副画素（＋）・暗副画素（－）・暗副画素（＋）とな
る。
【００９７】
　また、Ｈ２の２本選択期間では、２本の走査信号線Ｇ（ｎ＋２）・Ｇ（ｎ＋３）を選択
する（図１９・２１参照）。これにより、図１７・１９・２１に示すように、トランジス
タを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｆに
はプラスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線
Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｇにはマイナスのプリチャ
ージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）および
データ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｈにはプラスの低階調データ信号が書き込まれ
、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素
電極にはマイナスの低階調データ信号が書き込まれる。また、トランジスタを介して走査
信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｆにはマイナスのプ
リチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）
およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｇにはプラスのプリチャージ信号（低階
調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線Ｓ
Ｘに接続する画素電極１７Ｈにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれ、トランジス
タを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極にはプラ
スの低階調データ信号が書き込まれる。
【００９８】
　次いで、Ｈ２の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋３）を非選択とし、走査信号線
Ｇ（ｎ＋２）のみを選択するとする。これにより、図１７・１９・２１に示すように、ト
ランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極
１７ｆにはプラスの高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ
（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｇにはマイナスの高階調デー
タ信号が書き込まれる。また、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデー
タ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｆにはマイナスの高階調データ信号が書き込まれ、
トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電
極１７Ｇにはプラスの高階調データ信号が書き込まれる。
【００９９】
　以上から、画素電極１７ｆ・１７ｇ・１７ｈ・１７Ｆ・１７Ｇ・１７Ｈそれぞれに対応
する副画素は、明副画素（＋）・明副画素（－）・暗副画素（＋）・明副画素（－）・明
副画素（＋）・暗副画素（－）となる。
【０１００】
　また、Ｈ３の２本選択期間では、２本の走査信号線Ｇ（ｎ＋４）・Ｇ（ｎ＋５）を選択
し、次いでＨ３の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋５）を非選択とし、走査信号線
Ｇ（ｎ＋４）のみを選択する。Ｈ３の状態については図２０のとおりである。
【０１０１】
　液晶パネル５ｂを備えた液晶表示装置は、個別書き込み型の画素分割方式であるため、
視野角特性が良好であるとともに、容量結合型と比較して、電気的にフローティングとな
る画素電極がなく、信頼性が高い、また、明・暗副画素の輝度を正確に制御することがで
きるといったメリットがある。
【０１０２】
　そして、走査信号線を２本ずつ選択していき、偶数番目の走査信号線（Ｇｎ・Ｇ（ｎ＋
２）・・・）に接続する明副画素には２本選択期間でプリチャージした後に１本選択期間
でデータ信号を書き込むことができるため、通常駆動であれば、明副画素の充電時間を実
質的に２倍に延ばすことができる。また、奇数番目の走査信号線（Ｇ（ｎ＋１）・Ｇ（ｎ
＋３）・・・）に接続する暗副画素にデータ信号を書き込む２本選択期間が、１本選択期
間よりも長く設定されているため、通常駆動であれば、暗副画素の充電時間も延ばすこと
ができる。これにより、大型高精細の液晶表示装置や高速駆動（６０Ｈｚ以上の駆動）の
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液晶表示装置に好適となる。
【０１０３】
　加えて、画面に書き込まれたデータ信号の極性が、行方向および列方向それぞれについ
て１副画素単位で反転するため、画面のチラツキも抑制することができる。
【０１０４】
　図２２は、図１７に示す液晶パネル５ｂの一部の構成例を示す平面図である。図２２に
示すように、液晶パネル５ｂには、平面的に視て、走査信号線Ｇ（ｎ－１）および走査信
号線Ｇｎ並びにデータ信号線Ｓｘ・Ｓｙで画される領域に画素電極１７ａ・１７ｂが列方
向（走査方向）に沿ってこの順に並べられるとともに、走査信号線Ｇ（ｎ－１）および走
査信号線Ｇｎ並びにデータ信号線ＳＸ・ＳＹで画される領域に画素電極１７Ａ・１７Ｂが
列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、かつ走査信号線Ｇｎおよび走査信号線Ｇ
（ｎ＋１）並びにデータ信号線Ｓｘ・Ｓｙで画される領域に画素電極１７ｃ・１７ｄが列
方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられるとともに、走査信号線Ｇｎおよび走査信号
線Ｇ（ｎ＋１）並びにデータ信号線ＳＸ・ＳＹで画される領域に画素電極１７Ｃ・１７Ｄ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられている。また、走査信号線Ｇ（ｎ－１）
および走査信号線Ｇｎ間に保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）が配されるとともに、走査信号線
Ｇｎおよび走査信号線Ｇ（ｎ＋１）間に保持容量配線Ｃｓｎが配されている。
【０１０５】
　なお、走査信号線Ｇ（ｎ－１）はトランジスタ１２ｂ・１２Ｂのゲート電極として、走
査信号線Ｇｎはトランジスタ１２ａ・１２Ａのゲート電極として、走査信号線Ｇ（ｎ＋１
）はトランジスタ１２ｃ・１２Ｃのゲート電極として機能する。また、トランジスタ１２
ａ・１２ｃのソース電極はデータ信号線Ｓｘに接続されるとともに、トランジスタ１２ｂ
・１２ｄのソース電極はデータ信号線Ｓｙに接続され、トランジスタ１２Ａ・１２Ｃのソ
ース電極はデータ信号線ＳＸに接続されるとともに、トランジスタ１２Ｂ・１２Ｄのソー
ス電極はデータ信号線ＳＹに接続されている。
【０１０６】
　また、トランジスタ１２ａのドレイン電極がコンタクトホール１１ａを介して画素電極
１７ａに接続され、トランジスタ１２ｂのドレイン電極がコンタクトホール１１ｂを介し
て画素電極１７ｂに接続され、保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）に重なる容量電極６７ａと画
素電極１７ａとがコンタクトホール９１ａを介して接続され、保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１
）に重なる容量電極６７ｂと画素電極１７ｂとがコンタクトホール９１ｂを介して接続さ
れている。同様に、トランジスタ１２Ａのドレイン電極がコンタクトホール１１Ａを介し
て画素電極１７Ａに接続され、トランジスタ１２Ｂのドレイン電極がコンタクトホール１
１Ｂを介して画素電極１７Ｂに接続され、保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）に重なる容量電極
６７Ａと画素電極１７Ａとがコンタクトホール９１Ａを介して接続され、保持容量配線Ｃ
ｓ（ｎ－１）に重なる容量電極６７Ｂと画素電極１７Ｂとがコンタクトホール９１Ｂを介
して接続されている。
【０１０７】
　また、トランジスタ１２ｃのドレイン電極がコンタクトホール１１ｃを介して画素電極
１７ｃに接続され、トランジスタ１２ｄのドレイン電極がコンタクトホール１１ｄを介し
て画素電極１７ｄに接続され、保持容量配線Ｃｓｎに重なる容量電極６７ｃと画素電極１
７ｃとがコンタクトホール９１ｃを介して接続され、保持容量配線Ｃｓｎに重なる容量電
極６７ｄと画素電極１７ｄとがコンタクトホール９１ｄを介して接続されている。同様に
、トランジスタ１２Ｃのドレイン電極がコンタクトホール１１Ｃを介して画素電極１７Ｃ
に接続され、トランジスタ１２Ｄのドレイン電極がコンタクトホール１１Ｄを介して画素
電極１７Ｄに接続され、保持容量配線Ｃｓｎに重なる容量電極６７Ｃと画素電極１７Ｃと
がコンタクトホール９１Ｃを介して接続され、保持容量配線Ｃｓｎに重なる容量電極６７
Ｄと画素電極１７Ｄとがコンタクトホール９１Ｄを介して接続されている。
【０１０８】
　図１７の液晶パネル５ｂを図２３のように変形することもできる。図２３の液晶パネル
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５ｃでは、同一の画素領域列に属し、それぞれがトランジスタを介して同一の走査信号線
に接続する２つの画素電極が、別の１つの画素電極を挟むように配されている。さらに、
同一の画素領域行に属し、それぞれがトランジスタを介して同一の走査信号線に接続する
２つの画素電極が、互いに斜め向かいに配されている。
【０１０９】
　例えば、画素１０１には、２つの画素電極１７ａ・１７ｂが列方向（走査方向）に沿っ
てこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ－１）に接続するトランジスタ１２ａのドレイン
電極が画素電極１７ａに接続されるとともに、走査信号線Ｇｎに接続するトランジスタ１
２ｂのドレイン電極が画素電極１７ｂに接続され、かつトランジスタ１２ａのソース電極
がデータ信号線Ｓｙに接続され、トランジスタ１２ｂのソース電極がデータ信号線Ｓｘに
接続されている。
【０１１０】
　また、画素１０１と列方向に隣接する画素１０２には、２つの画素電極１７ｃ・１７ｄ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇｎに接続するトランジス
タ１２ｃのドレイン電極が画素電極１７ｄに接続されるとともに、走査信号線Ｇ（ｎ＋１
）に接続するトランジスタ１２ｄのドレイン電極が画素電極１７ｃに接続され、かつトラ
ンジスタ１２ｃのソース電極がデータ信号線Ｓｙに接続され、トランジスタ１２ｄのソー
ス電極がデータ信号線Ｓｘに接続されている。
【０１１１】
　また、画素１０２と列方向に隣接する画素１０３には、２つの画素電極１７ｅ・１７ｆ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）に接続するト
ランジスタ１２ｅのドレイン電極が画素電極１７ｅに接続されるとともに、走査信号線Ｇ
（ｎ＋２）に接続するトランジスタ１２ｆのドレイン電極が画素電極１７ｆに接続され、
かつトランジスタ１２ｅのソース電極がデータ信号線Ｓｙに接続され、トランジスタ１２
ｆのソース電極がデータ信号線Ｓｘに接続されている。
【０１１２】
　また、画素１０３と列方向に隣接する画素１０４には、２つの画素電極１７ｇ・１７ｈ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋２）に接続するト
ランジスタ１２ｇのドレイン電極が画素電極１７ｈに接続されるとともに、走査信号線Ｇ
（ｎ＋３）に接続するトランジスタ１２ｈのドレイン電極が画素電極１７ｇに接続され、
かつトランジスタ１２ｇのソース電極がデータ信号線Ｓｙに接続され、トランジスタ１２
ｈのソース電極がデータ信号線Ｓｘに接続されている。
【０１１３】
　また、画素１０１と行方向に隣接する画素１０５には、２つの画素電極１７Ａ・１７Ｂ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ－１）に接続するト
ランジスタ１２Ａのドレイン電極が画素電極１７Ｂに接続されるとともに、走査信号線Ｇ
ｎに接続するトランジスタ１２Ｂのドレイン電極が画素電極１７Ａに接続され、かつトラ
ンジスタ１２Ａのソース電極がデータ信号線ＳＹに接続され、トランジスタ１２Ｂのソー
ス電極がデータ信号線ＳＸに接続されている。
【０１１４】
　また、画素１０２と行方向に隣接する画素１０６には、２つの画素電極１７Ｃ・１７Ｄ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇｎに接続するトランジス
タ１２Ｃのドレイン電極が画素電極１７Ｃに接続されるとともに、走査信号線Ｇ（ｎ＋１
）に接続するトランジスタ１２Ｄのドレイン電極が画素電極１７Ｄに接続され、かつトラ
ンジスタ１２Ｃのソース電極がデータ信号線ＳＹに接続され、トランジスタ１２Ｄのソー
ス電極がデータ信号線ＳＸに接続されている。
【０１１５】
　また、画素１０３と行方向に隣接する画素１０７には、２つの画素電極１７Ｅ・１７Ｆ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）に接続するト
ランジスタ１２Ｅのドレイン電極が画素電極１７Ｆに接続されるとともに、走査信号線Ｇ
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（ｎ＋２）に接続するトランジスタ１２Ｆのドレイン電極が画素電極１７Ｅに接続され、
かつトランジスタ１２Ｅのソース電極がデータ信号線ＳＹに接続され、トランジスタ１２
Ｆのソース電極がデータ信号線ＳＸに接続されている。
【０１１６】
　また、画素１０４と行方向に隣接する画素１０８には、２つの画素電極１７Ｇ・１７Ｈ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋２）に接続するト
ランジスタ１２Ｇのドレイン電極が画素電極１７Ｇに接続されるとともに、走査信号線Ｇ
（ｎ＋３）に接続するトランジスタ１２Ｈのドレイン電極が画素電極１７Ｈに接続され、
かつトランジスタ１２Ｇのソース電極がデータ信号線ＳＹに接続され、トランジスタ１２
Ｈのソース電極がデータ信号線ＳＸに接続されている。
【０１１７】
　図２４～図２６は、液晶パネル５ｃの一部（図２３の４画素行を含む７画素行）に中間
調表示を行う場合の駆動方法を、１水平走査期間ごとに連続する３水平走査期間分（Ｈ１
～Ｈ３）示す模式図である。また、図２７は液晶パネル５ｃの一部に中間調表示を行う場
合の駆動方法を示すタイミングチャート（２フレーム分）である。
【０１１８】
　図２４～２７に示す駆動方法では、走査信号線を２本ずつ順次選択していき、一水平走
査期間には、２本の走査信号線が同時選択される２本選択期間と、該２本選択期間に続き
、該２本の走査信号線の一方が非選択とされる１本選択期間とが含まれる。また、中間調
表示時には、２本選択期間に低階調データ信号が各データ信号線に供給され、１本選択期
間に高階調データ信号が各データ信号線に供給される。また、１つの画素列に対応する２
本のデータ信号線に、逆極性のデータ信号が供給される。また、それぞれが異なる画素列
に対応する、互いに隣り合う２本のデータ信号線（例えばＳｙ・ＳＸ）には逆極性のデー
タ信号を供給する。なお、各データ信号線に供給されるデータ信号の極性は一垂直走査期
間（１フレーム）ごとに反転する。
【０１１９】
　例えば、連続する３つの水平走査期間Ｈ１～Ｈ３において、Ｈ１の２本選択期間では、
２本の走査信号線Ｇｎ・Ｇ（ｎ＋１）を選択する（図２４・２７参照）。これにより、図
２３・２４・２７に示すように、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号
線Ｓｘに接続する画素電極１７ｂにはプラスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ
、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７
ｄにはマイナスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査
信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｃにはプラスの低階
調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ
信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｅにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれる。
また、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極
１７Ａにはプラスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走
査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｃにはマイナスのプリチャ
ージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）および
データ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｄにはプラスの低階調データ信号が書き込まれ
、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素
電極１７Ｆにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれる。
【０１２０】
　次いで、Ｈ１の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）を非選択とし、走査信号線
Ｇｎのみを選択するとする。これにより、図２３・２４・２７に示すように、トランジス
タを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｂにはプラス
の高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信
号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｄにはマイナスの高階調データ信号が書き込まれる。ま
た、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１
７Ａにはプラスの高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎ
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およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｃにはマイナスの高階調データ信号が書
き込まれる。
【０１２１】
　以上から、画素電極１７ｂ・１７ｃ・１７ｄ・１７ｅ・１７Ａ・１７Ｃ・１７Ｄ・１７
Ｆそれぞれに対応する副画素は、明副画素（＋）・暗副画素（＋）・明副画素（－）・暗
副画素（－）・明副画素（＋）・明副画素（－）・暗副画素（＋）・暗副画素（－）とな
る。
【０１２２】
　また、Ｈ２の２本選択期間では、２本の走査信号線Ｇ（ｎ＋２）・Ｇ（ｎ＋３）を選択
する（図１９・２１参照）。これにより、図２３・２５・２７に示すように、トランジス
タを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｆに
はプラスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線
Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｈにはマイナスのプリチャ
ージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）および
データ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｇにはプラスの低階調データ信号が書き込まれ
、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素
電極にはマイナスの低階調データ信号が書き込まれる。また、トランジスタを介して走査
信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｅにはプラスのプリ
チャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）お
よびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｇにはマイナスのプリチャージ信号（低階
調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線Ｓ
Ｘに接続する画素電極１７Ｈにはプラスの低階調データ信号が書き込まれ、トランジスタ
を介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極にはプラス
の低階調データ信号が書き込まれる。
【０１２３】
　次いで、Ｈ２の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋３）を非選択とし、走査信号線
Ｇ（ｎ＋２）のみを選択するとする。これにより、図２３・２５・２７に示すように、ト
ランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極
１７ｆにはプラスの高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ
（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｈにはマイナスの高階調デー
タ信号が書き込まれる。また、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデー
タ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｅにはプラスの高階調データ信号が書き込まれ、ト
ランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極
１７Ｇにはマイナスの高階調データ信号が書き込まれる。
【０１２４】
　以上から、画素電極１７ｆ・１７ｇ・１７ｈ・１７Ｅ・１７Ｇ・１７Ｈそれぞれに対応
する副画素は、明副画素（＋）・暗副画素（＋）・明副画素（－）・明副画素（＋）・明
副画素（－）・暗副画素（＋）となる。
【０１２５】
　また、Ｈ３の２本選択期間では、２本の走査信号線Ｇ（ｎ＋４）・Ｇ（ｎ＋５）を選択
し、次いでＨ３の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋５）を非選択とし、走査信号線
Ｇ（ｎ＋４）のみを選択する。Ｈ３の状態については図２６のとおりである。
【０１２６】
　液晶パネル５ｃでは、中間調を表示する時には、行方向および列方向それぞれについて
、明副画素と暗副画素とが交互に並び（明・暗副画素が市松配置され）、ライン状のムラ
が視認されにくくなるという効果がある。
【０１２７】
　さらに、同一データ信号線に供給されるデータ信号の極性が１垂直走査期間中変わらな
いため、データ信号の極性が１水平走査期間で反転するような場合と比較してソースドラ
イバの消費電力を抑えることができる。
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【０１２８】
　加えて、画面に書き込まれたデータ信号の極性が、行方向および列方向それぞれについ
て２副画素単位で反転するため、画面のチラツキも抑制することができる。
【０１２９】
　図２８は本液晶表示装置のゲートドライバの構成を示す回路図であり、図３５は本ゲー
トドライバの駆動方法を示すタイミングチャートである。図２８に示されるように、ゲー
トドライバＧＤはシフトレジスタ４５、列方向に並ぶ複数のＡＮＤ回路（６６ｘ～６６ｚ
）、および出力回路４６を備える。シフトレジスタ４５には、ゲートスターとパルス信号
ＧＳＰとゲートクロック信号ＧＣＫとが入力される。各ＡＮＤ回路（６６ｘ～６６ｚ）に
は、各水平走査期間の１本選択期間に「Ｈ」となるＧＯＥ信号（図３５参照）の反転信号
が入力される。そして、シフトレジスタ４５の各段の出力は２系統に分かれ、その一方が
出力回路４６を経て走査信号となり、他方が１つのＡＮＤ回路に入力され、このＡＮＤ回
路の出力が出力回路４６を経て走査信号となる。
【０１３０】
　例えば、シフトレジスタ４５のある段からの出力が２系統（Ｑ０・Ｑ１）に分かれてお
り、Ｑ０が出力回路４６を経て走査信号線Ｇｎに供給される走査信号となり、Ｑ１がＡＮ
Ｄ回路６６ｘに入力され、ＡＮＤ回路６６ｘの出力が出力回路４６を経て走査信号線Ｇ（
ｎ＋１）に供給される走査信号となる。また、シフトレジスタ４５の他の段からの出力が
２系統（Ｑ２・Ｑ３）に分かれており、Ｑ２が出力回路４６を経て走査信号線Ｇ（ｎ＋２
）に供給される走査信号となり、Ｑ３がＡＮＤ回路６６ｙに入力され、ＡＮＤ回路６６ｙ
の出力が出力回路４６を経て走査信号線Ｇ（ｎ＋３）に供給される走査信号となる。
【０１３１】
　図２８・図３５に示すように、本ゲートドライバでは、同時選択する２本の走査信号線
それぞれに供給する走査信号を、１つのシフトレジスタの同一段からの出力を用いて生成
することができ、ゲートドライバ構成を簡略化することができるというメリットがある。
【０１３２】
　本実施の形態では、以下のようにして、本液晶表示ユニットおよび液晶表示装置を構成
する。すなわち、液晶パネル（５ａ～５ｆ）の両面に、２枚の偏光板Ａ・Ｂを、偏光板Ａ
の偏光軸と偏光板Ｂの偏光軸とが互いに直交するように貼り付ける。なお、偏光板には必
要に応じて、光学補償シート等を積層してもよい。次に、図２９（ａ）に示すように、ド
ライバ（ゲートドライバ２０２、ソースドライバ２０１）を接続する。ここでは、一例と
して、ドライバをＴＣＰ（ＴａｐｅＣａｒｅｅｒＰａｃｋａｇｅ）方式による接続につい
て説明する。まず、液晶パネルの端子部にＡＣＦ（ＡｎｉｓｏｔｏｒｏｐｉＣｏｎｄｕｋ
ｔｉｖｅＦｉｌｍ）を仮圧着する。ついで、ドライバが乗せられたＴＣＰをキャリアテー
プから打ち抜き、パネル端子電極に位置合わせし、加熱、本圧着を行う。その後、ドライ
バＴＣＰ同士を連結するための回路基板２０３（ＰＷＢ：Ｐｒｉｎｔｅｄ ｗｉｒｉｎｇ 
ｂｏａｒｄ）とＴＣＰの入力端子とをＡＣＦで接続する。これにより、液晶表示ユニット
２００が完成する。その後、図２９（ｂ）に示すように、液晶表示ユニットの各ドライバ
（２０１・２０２）に、回路基板２０３を介して表示制御回路２０９を接続し、照明装置
（バックライトユニット）２０４と一体化することで、液晶表示装置２１０となる。
【０１３３】
　本願でいう「電位の極性」とは、基準となる電位以上（プラス）あるいは基準となる電
位以下（マイナス）を意味する。ここで、基準となる電位は、共通電極（対向電極）の電
位であるＶｃｏｍ（コモン電位）であってもその他任意の電位であってもよい。
【０１３４】
　図３０は、本液晶表示装置の構成を示すブロック図である。同図に示されるように、本
液晶表示装置は、表示部（液晶パネル）と、ソースドライバ（ＳＤ）と、ゲートドライバ
（ＧＤ）と、表示制御回路とを備えている。ソースドライバはデータ信号線を駆動し、ゲ
ートドライバは走査信号線を駆動し、表示制御回路は、ソースドライバおよびゲートドラ
イバを制御する。
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【０１３５】
　表示制御回路は、外部の信号源（例えばチューナー）から、表示すべき画像を表すデジ
タルビデオ信号Ｄｖと、当該デジタルビデオ信号Ｄｖに対応する水平同期信号ＨＳＹおよ
び垂直同期信号ＶＳＹと、表示動作を制御するための制御信号Ｄｃとを受け取る。また、
表示制御回路は、受け取ったこれらの信号Ｄｖ，ＨＳＹ，ＶＳＹ，Ｄｃに基づき、そのデ
ジタルビデオ信号Ｄｖの表す画像を表示部に表示させるための信号として、データスター
トパルス信号ＳＳＰと、データクロック信号ＳＣＫと、チャージシェア信号ｓｈと、表示
すべき画像を表すデジタル画像信号ＤＡ（ビデオ信号Ｄｖに対応する信号）と、ゲートス
タートパルス信号ＧＳＰと、ゲートクロック信号ＧＣＫと、ゲートドライバ出力制御信号
（走査信号出力制御信号）ＧＯＥとを生成し、これらを出力する。
【０１３６】
　より詳しくは、ビデオ信号Ｄｖを内部メモリで必要に応じてタイミング調整等を行った
後に、デジタル画像信号ＤＡとして表示制御回路から出力し、そのデジタル画像信号ＤＡ
の表す画像の各画素に対応するパルスからなる信号としてデータクロック信号ＳＣＫを生
成し、水平同期信号ＨＳＹに基づき１水平走査期間毎に所定期間だけハイレベル（Ｈレベ
ル）となる信号としてデータスタートパルス信号ＳＳＰを生成し、垂直同期信号ＶＳＹに
基づき１フレーム期間（１垂直走査期間）毎に所定期間だけＨレベルとなる信号としてゲ
ートスタートパルス信号ＧＳＰを生成し、水平同期信号ＨＳＹに基づきゲートクロック信
号ＧＣＫを生成し、水平同期信号ＨＳＹおよび制御信号Ｄｃに基づきチャージシェア信号
ｓｈ、ならびにゲートドライバ出力制御信号ＧＯＥを生成する。
【０１３７】
　上記のようにして表示制御回路において生成された信号のうち、デジタル画像信号ＤＡ
、チャージシェア信号ｓｈ、信号電位（データ信号電位）の極性を制御する信号ＰＯＬ、
データスタートパルス信号ＳＳＰ、およびデータクロック信号ＳＣＫは、ソースドライバ
に入力され、ゲートスタートパルス信号ＧＳＰとゲートクロック信号ＧＣＫとゲートドラ
イバ出力制御信号ＧＯＥとは、ゲートドライバに入力される。
【０１３８】
　ソースドライバは、デジタル画像信号ＤＡ、データクロック信号ＳＣＫ、チャージシェ
ア信号ｓｈ、データスタートパルス信号ＳＳＰ、および極性反転信号ＰＯＬに基づき、デ
ジタル画像信号ＤＡの表す画像の各走査信号線における画素値に相当するアナログ電位（
信号電位）を１水平走査期間毎に順次生成し、これらのデータ信号をデータ信号線（例え
ば、Ｓｘ・Ｓｙ）に出力する。
【０１３９】
　ゲートドライバは、ゲートスタートパルス信号ＧＳＰおよびゲートクロック信号ＧＣＫ
と、ゲートドライバ出力制御信号ＧＯＥとに基づき、ゲートオンパルス信号を生成し、こ
れらを走査信号線に出力し、これによって走査信号線を２本ずつ順次選択していく。
【０１４０】
　次に、本液晶表示装置をテレビジョン受信機に適用するときの一構成例について説明す
る。図３１は、テレビジョン受信機用の液晶表示装置８００の構成を示すブロック図であ
る。液晶表示装置８００は、液晶表示ユニット８４と、Ｙ／Ｃ分離回路８０と、ビデオク
ロマ回路８１と、Ａ／Ｄコンバータ８２と、液晶コントローラ８３と、バックライト駆動
回路８５と、バックライト８６と、マイコン（マイクロコンピュータ）８７と、階調回路
８８とを備えている。なお、液晶表示ユニット８４は、液晶パネルと、これを駆動するた
めのソースドライバおよびゲートドライバとで構成される。
【０１４１】
　上記構成の液晶表示装置８００では、まず、テレビジョン信号としての複合カラー映像
信号Ｓｃｖが外部からＹ／Ｃ分離回路８０に入力され、そこで輝度信号と色信号に分離さ
れる。これらの輝度信号と色信号は、ビデオクロマ回路８１にて光の３原色に対応するア
ナログＲＧＢ信号に変換され、さらに、このアナログＲＧＢ信号はＡ／Ｄコンバータ８２
により、デジタルＲＧＢ信号に変換される。このデジタルＲＧＢ信号は液晶コントローラ
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８３に入力される。また、Ｙ／Ｃ分離回路８０では、外部から入力された複合カラー映像
信号Ｓｃｖから水平および垂直同期信号も取り出され、これらの同期信号もマイコン８７
を介して液晶コントローラ８３に入力される。
【０１４２】
　液晶表示ユニット８４には、液晶コントローラ８３からデジタルＲＧＢ信号が、上記同
期信号に基づくタイミング信号と共に所定のタイミングで入力される。また、階調回路８
８では、カラー表示の３原色Ｒ，Ｇ，Ｂそれぞれの階調電位が生成され、それらの階調電
位も液晶表示ユニット８４に供給される。液晶表示ユニット８４では、これらのＲＧＢ信
号、タイミング信号および階調電位に基づき内部のソースドライバやゲートドライバ等に
より駆動用信号（データ信号＝信号電位、走査信号等）が生成され、それらの駆動用信号
に基づき、内部の液晶パネルにカラー画像が表示される。なお、この液晶表示ユニット８
４によって画像を表示するには、液晶表示ユニット内の液晶パネルの後方から光を照射す
る必要があり、この液晶表示装置８００では、マイコン８７の制御の下にバックライト駆
動回路８５がバックライト８６を駆動することにより、液晶パネルの裏面に光が照射され
る。上記の処理を含め、システム全体の制御はマイコン８７が行う。なお、外部から入力
される映像信号（複合カラー映像信号）としては、テレビジョン放送に基づく映像信号の
みならず、カメラにより撮像された映像信号や、インターネット回線を介して供給される
映像信号なども使用可能であり、この液晶表示装置８００では、様々な映像信号に基づい
た画像表示が可能である。
【０１４３】
　液晶表示装置８００でテレビジョン放送に基づく画像を表示する場合には、図３２に示
すように、液晶表示装置８００にチューナー部９０が接続され、これによって本テレビジ
ョン受像機６０１が構成される。このチューナー部９０は、アンテナ（不図示）で受信し
た受信波（高周波信号）の中から受信すべきチャンネルの信号を抜き出して中間周波信号
に変換し、この中間周波数信号を検波することによってテレビジョン信号としての複合カ
ラー映像信号Ｓｃｖを取り出す。この複合カラー映像信号Ｓｃｖは、既述のように液晶表
示装置８００に入力され、この複合カラー映像信号Ｓｃｖに基づく画像が該液晶表示装置
８００によって表示される。
【０１４４】
　図３３は、本テレビジョン受像機の一構成例を示す分解斜視図である。同図に示すよう
に、本テレビジョン受像機６０１は、その構成要素として、液晶表示装置８００の他に第
１筐体８０１および第２筐体８０６を有しており、液晶表示装置８００を第１筐体８０１
と第２筐体８０６とで包み込むようにして挟持した構成となっている。第１筐体８０１に
は、液晶表示装置８００で表示される画像を透過させる開口部８０１ａが形成されている
。また、第２筐体８０６は、液晶表示装置８００の背面側を覆うものであり、当該表示装
置８００を操作するための操作用回路８０５が設けられると共に、下方に支持用部材８０
８が取り付けられている。
【０１４５】
　本発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、上記実施の形態を技術常識に基
づいて適宜変更したものやそれらを組み合わせて得られるものも本発明の実施の形態に含
まれる。
【０１４６】
　以上のように、本アクティブマトリクス基板は、複数のデータ信号線と複数の走査信号
線とを備え、各画素領域に複数の画素電極が設けられ、各データ信号線の延伸方向を列方
向として、１つの画素領域列に対応して２本のデータ信号線が設けられ、上記画素領域列
に含まれる画素領域の１つの画素電極が、走査信号線に接続されたトランジスタを介して
上記２本のデータ信号線の一方に接続され、該画素領域の別の画素電極が、別の走査信号
線に接続されたトランジスタを介して上記２本のデータ信号線の他方に接続され、上記画
素領域列の隣接する２つの画素領域について、その一方に含まれる画素電極の１つと他方
に含まれる画素電極の１つとが、それぞれトランジスタを介して同一の走査信号線に接続
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されていることを特徴とする。
【０１４７】
　本アクティブマトリクス基板を備えた液晶表示装置では、走査信号線を２本ずつ選択し
ながら、１画素領域に設けられた複数の画素電極に個別書き込みを行うことができ、個別
書き込み型の液晶表示装置の画素充電時間を延ばすことができる。
【０１４８】
　本液晶表示装置では、各画素領域には、２つの画素電極が行方向に沿って並べられてい
る構成とすることもできる。
【０１４９】
　本アクティブマトリクス基板では、同一の画素領域列に属し、それぞれがトランジスタ
を介して同一の走査信号線に接続する２つの画素電極が、互いに斜め向かいに配されてい
る構成とすることもできる。
【０１５０】
　本アクティブマトリクス基板では、各画素領域には、２つの画素電極が列方向に沿って
並べられている構成とすることもできる。
【０１５１】
　本アクティブマトリクス基板では、同一の画素領域列に属し、それぞれがトランジスタ
を介して同一の走査信号線に接続する２つの画素電極が、別の１つの画素電極を挟むよう
に配されている構成とすることもできる。
【０１５２】
　本アクティブマトリクス基板では、同一の画素領域行に属し、それぞれがトランジスタ
を介して同一の走査信号線に接続する２つの画素電極が、互いに斜め向かいに配されてい
る構成とすることもできる。
【０１５３】
　本液晶パネルは上記アクティブマトリクス基板を備えることを特徴とする。
【０１５４】
　本液晶表示装置は、上記アクティブマトリクス基板を備えることを特徴とする。
【０１５５】
　本液晶表示装置では、走査信号線を２本ずつ順次選択していく構成とすることができる
。
【０１５６】
　本液晶表示装置では、一水平走査期間には、走査信号線が２本同時選択される２本選択
期間と、該２本選択期間に続き、走査信号線が１本のみ選択される１本選択期間とが含ま
れる構成とすることもできる。
【０１５７】
　本液晶表示装置では、中間調表示時には、２本選択期間に相対的に低階調のデータ信号
が各データ信号線に供給され、１本選択期間に相対的に高階調のデータ信号が各データ信
号線に供給される構成とすることもできる。
【０１５８】
　本液晶表示装置では、中間調表示時には、２本選択期間に相対的に高階調のデータ信号
が各データ信号線に供給され、１本選択期間に相対的に低階調のデータ信号が各データ信
号線に供給される構成とすることもできる。
【０１５９】
　本液晶表示装置では、１本選択期間に選択される走査信号線にトランジスタを介して接
続される画素電極は、１本選択期間に選択されない走査信号線にトランジスタを介して接
続される画素電極よりも面積が大きい構成とすることもできる。
【０１６０】
　本液晶表示装置では、１つの画素領域列に対応する２本のデータ信号線に、逆極性のデ
ータ信号が供給される構成とすることもできる。
【０１６１】
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　本液晶表示装置では、各データ信号線には、一水平走査期間ごとに極性が反転するデー
タ信号が供給される構成とすることもできる。
【０１６２】
　本液晶表示装置では、各データ信号線には、一垂直走査期間ごとに極性が反転するデー
タ信号が供給される構成とすることもできる。
【０１６３】
　本液晶表示装置では、それぞれが異なる画素領域列に対応し、互いに隣り合うデータ信
号線に、逆極性のデータ信号が供給される構成とすることもできる。
【０１６４】
　本液晶表示装置では、それぞれが異なる画素領域列に対応し、互いに隣り合うデータ信
号線に、同極性のデータ信号が供給される構成とすることもできる。
【０１６５】
　本液晶表示装置では、シフトレジスタを含む走査信号線駆動回路を備え、同時選択され
る各走査信号線に供給される走査信号が、上記シフトレジスタの同一段の出力を用いて生
成されている構成とすることもできる。
【０１６６】
　本液晶表示ユニットは、上記液晶パネルとドライバとを備えることを特徴とする。また
、本テレビジョン受像機は、上記液晶表示装置と、テレビジョン放送を受信するチューナ
ー部とを備えることを特徴とする。
【０１６７】
　本液晶パネルの駆動方法は、複数のデータ信号線と複数の走査信号線とを備え、各画素
領域に複数の画素電極が設けられ、各データ信号線の延伸方向を列方向として、１つの画
素領域列に対応して２本のデータ信号線が設けられ、上記画素領域列に含まれる画素領域
の１つの画素電極が、走査信号線に接続されたトランジスタを介して上記２本のデータ信
号線の一方に接続され、該画素領域の別の画素電極が、別の走査信号線に接続されたトラ
ンジスタを介して上記２本のデータ信号線の他方に接続され、上記画素領域列の隣接する
２つの画素領域について、その一方に含まれる画素電極の１つと他方に含まれる画素電極
の１つとが、それぞれトランジスタを介して同一の走査信号線に接続されている液晶パネ
ルに対して、走査信号線を２本ずつ順次選択していくことを特徴とする。
【産業上の利用可能性】
【０１６８】
　本発明のアクティブマトリクス基板や液晶パネルは、例えば液晶テレビに好適である。
【符号の説明】
【０１６９】
　５ａ～５ｃ　液晶パネル
　１２ａ～１２ｈ・１２Ａ～１２Ｈ　トランジスタ
　１７ａ～１７ｈ・１７Ａ～１７Ｈ　画素電極
　Ｓｘ・Ｓｙ・ＳＸ・ＳＹ　データ信号線
　Ｇｎ～Ｇ（ｎ＋６）　走査信号線
　Ｃｓｎ～Ｃｓ（ｎ＋２）　保持容量配線
　２２　ゲート絶縁膜
　２４　半導体層
　２５　無機層間絶縁膜
　２６　有機層間絶縁膜
　８４　液晶表示ユニット
　１０１～１０８　画素
　６０１　テレビジョン受像機
　８００　液晶表示装置
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】
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【図２９】 【図３０】

【図３１】 【図３２】

【図３３】
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【図３４】 【図３５】

【図３６】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年4月16日(2012.4.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画素分割方式のアクティブマトリクス基板や液晶パネルに関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置の視野角特性を高めるための技術として、１画素に２つの画素電極（明副
画素に対応する明画素電極と暗副画素に対応する暗画素電極）を設ける画素分割方式が知
られている。図３６は画素分割方式の液晶パネルの一例である。この液晶パネルは、１画
素に対応して２本のデータ信号線を備え、中間調表示時に明・暗画素電極それぞれに異な
るデータ信号を書き込む個別書き込み型である。この個別書き込み型は、１つの画素に容
量結合された２つの画素電極を設け、それらの一方のみにデータ信号を書き込む容量結合
型と比較して、電気的にフローティングとなる画素電極がなく、信頼性が高い、また、明
・暗副画素の輝度を正確に制御することができるといったメリットがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】日本国公開特許公報「特開２００６－２０９１３５号公報（公開日：２０
０６年５月１３日）」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、図３６の構成では、１画素行ずつ書き込みを行うため、例えば大型高精
細の液晶表示装置や高速駆動（例えば、２倍速・３倍速駆動）の液晶表示装置に適用した
場合に画素充電時間が足りず、表示品位が低下するという問題があった。
【０００５】
　本発明では、個別書き込み型の液晶表示装置の画素充電時間を延ばすことを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本アクティブマトリクス基板は、複数のデータ信号線と複数の走査信号線とを備え、各
画素領域に複数の画素電極が設けられ、各データ信号線の延伸方向を列方向として、１つ
の画素領域列に対応して２本のデータ信号線が設けられ、上記画素領域列に含まれる画素
領域の１つの画素電極が、走査信号線に接続されたトランジスタを介して上記２本のデー
タ信号線の一方に接続され、該画素領域の別の画素電極が、別の走査信号線に接続された
トランジスタを介して上記２本のデータ信号線の他方に接続され、上記画素領域列の隣接
する２つの画素領域について、その一方に含まれる画素電極の１つと他方に含まれる画素
電極の１つとが、それぞれトランジスタを介して同一の走査信号線に接続されていること
を特徴とする。
【０００７】
　本アクティブマトリクス基板を備えた液晶表示装置では、走査信号線を２本ずつ選択し
ながら、１画素領域に設けられた複数の画素電極に個別書き込みを行うことができ、個別
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書き込み型の液晶表示装置の画素充電時間を延ばすことができる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、個別書き込み型の液晶表示装置の画素充電時間を延ばすことができる
。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施の形態１にかかる液晶パネルの構成を示す回路図である。
【図２】図１の液晶パネルの駆動方法を示すタイミングチャートである。
【図３】水平走査期間Ｈ１の状態を説明する模式図である。
【図４】水平走査期間Ｈ２の状態を説明する模式図である。
【図５】水平走査期間Ｈ３の状態を説明する模式図である。
【図６】図１の液晶パネルの具体的構成を示す平面図である。
【図７】図６の矢視断面図である。
【図８】図１に示す液晶パネルの他の駆動方法を示すタイミングチャートである。
【図９】図８のＨ１の状態を説明する模式図である。
【図１０】図８のＨ２の状態を説明する模式図である。
【図１１】図８のＨ３の状態を説明する模式図である。
【図１２】図１に示す液晶パネルの他の具体的構成を示す平面図である。
【図１３】図１に示す液晶パネルのさらに他の駆動方法を示すタイミングチャートである
。
【図１４】図１３のｈ１の状態を説明する模式図である。
【図１５】図１３のｈ２の状態を説明する模式図である。
【図１６】図１３のｈ３の状態を説明する模式図である。
【図１７】実施の形態２にかかる液晶パネルの構成を示す回路図である。
【図１８】図１７の液晶パネルの駆動方法を示すタイミングチャートである。
【図１９】水平走査期間Ｈ１の状態を説明する模式図である。
【図２０】水平走査期間Ｈ２の状態を説明する模式図である。
【図２１】水平走査期間Ｈ３の状態を説明する模式図である。
【図２２】図１７の液晶パネルの具体的構成を示す平面図である。
【図２３】実施の形態２にかかる液晶パネルの他の構成を示す回路図である。
【図２４】図２３に示す液晶パネルの駆動方法を示すタイミングチャートである。
【図２５】水平走査期間Ｈ１の状態を説明する模式図である。
【図２６】水平走査期間Ｈ２の状態を説明する模式図である。
【図２７】水平走査期間Ｈ３の状態を説明する模式図である。
【図２８】液晶表示装置のゲートドライバの構成例を示す模式図である。
【図２９】（ａ）は本液晶表示ユニットの構成を示す模式図であり、（ｂ）は本液晶表示
装置の構成を示す模式図である。
【図３０】本液晶表示装置の全体構成を説明するブロック図である。
【図３１】本液晶表示装置の機能を説明するブロック図である。
【図３２】本テレビジョン受像機の機能を説明するブロック図である。
【図３３】本テレビジョン受像機の構成を示す分解斜視図である。
【図３４】図６の変形例を示す平面図である。
【図３５】本液晶表示装置のゲートドライバの構成を示す模式図である。
【図３６】従来の液晶パネルの構成を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明にかかる実施の形態の例を、図１～３５を用いて説明すれば、以下のとおりであ
る。なお、説明の便宜のため、以下ではデータ信号線の延伸方向を列方向、走査信号線の
延伸方向を行方向とする。ただし、本液晶表示装置（あるいはこれに用いられる液晶パネ
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ルやアクティブマトリクス基板）の利用（視聴）状態において、その走査信号線が横方向
に延伸していても縦方向に延伸していてもよいことはいうまでもない。また、アクティブ
マトリクス基板の１つの画素領域は、液晶パネルや液晶表示装置の１つの画素に対応して
いる。
【００１１】
　〔実施の形態１〕
　図１は本液晶パネル５ａの一部を示す等価回路図である。液晶パネル５ａでは、各画素
に複数の画素電極が設けられ、各データ信号線の延伸方向を列方向として、１つの画素列
に対応して２本のデータ信号線が設けられ、上記画素列に含まれる画素の１つの画素電極
が、走査信号線に接続されたトランジスタを介して上記２本のデータ信号線の一方に接続
され、該画素の別の画素電極が、別の走査信号線に接続されたトランジスタを介して上記
２本のデータ信号線の他方に接続され、上記画素列の隣接する２つの画素について、その
一方に含まれる画素電極の１つと他方に含まれる画素電極の１つとが、それぞれトランジ
スタを介して同一の走査信号線に接続されている。また、各画素には、２つの画素電極が
行方向に沿って並べられ、同一の画素列に属し、それぞれがトランジスタを介して同一の
走査信号線に接続する２つの画素電極が、互いに斜め向かいに配されている。
【００１２】
　例えば、列方向に並べられた画素１０１～１０４を含む画素列に対応して２本のデータ
信号線Ｓｘ・Ｓｙが設けられ、行方向に並べられた画素１０１・１０５を含む画素行とそ
の走査方向上流側の画素行との間隙に対応して走査信号線Ｇ（ｎ－１）が設けられ、行方
向に並べられた画素１０２・１０６を含む画素行と画素１０１・１０５を含む画素行との
間隙に対応して走査信号線Ｇｎが設けられ、行方向に並べられた画素１０３・１０７を含
む画素行と画素１０２・１０６を含む画素行との間隙に対応して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）
が設けられ、行方向に並べられた画素１０４・１０８を含む画素行と画素１０３・１０７
を含む画素行との間隙に対応して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）が設けられ、画素１０４・１０
８を含む画素行とその走査方向下流側の画素行との間隙に対応して走査信号線Ｇ（ｎ＋３
）が設けられ、列方向に並べられた画素１０５～１０８を含む画素列に対応して２本のデ
ータ信号線ＳＸ・ＳＹが設けられている。また、画素１０１・１０５を含む画素行、画素
１０２・１０６を含む画素行、画素１０３・１０７を含む画素行、画素１０４・１０８を
含む画素行それぞれに対応して、保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）、保持容量配線Ｃｓｎ、保
持容量配線Ｃｓ（ｎ＋１）、保持容量配線Ｃｓ（ｎ＋２）が設けられている。
【００１３】
　ここで、画素１０１には、２つの画素電極１７ａ・１７ｂが行方向に沿ってこの順に並
べられ、走査信号線Ｇｎに接続するトランジスタ１２ａのドレイン電極が画素電極１７ａ
に接続されるとともに、走査信号線Ｇ（ｎ－１）に接続するトランジスタ１２ｂのドレイ
ン電極が画素電極１７ｂに接続され、かつトランジスタ１２ａのソース電極がデータ信号
線Ｓｘに接続され、トランジスタ１２ｂのソース電極がデータ信号線Ｓｙに接続されてい
る。なお、画素電極１７ａと共通電極（対向電極）ｃｏｍとの間に液晶容量Ｃｌａが形成
されるとともに、画素電極１７ｂと共通電極（対向電極）ｃｏｍとの間に液晶容量Ｃｌｂ
が形成され、画素電極１７ａと保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）との間に保持容量ｃｓａが形
成されるとともに、画素電極１７ｂと保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）との間に保持容量ｃｓ
ｂが形成される。
【００１４】
　また、画素１０１と列方向に隣接する画素１０２には、２つの画素電極１７ｃ・１７ｄ
が行方向に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）に接続するトランジスタ１
２ｃのドレイン電極が画素電極１７ｃに接続されるとともに、走査信号線Ｇｎに接続する
トランジスタ１２ｄのドレイン電極が画素電極１７ｄに接続され、かつトランジスタ１２
ｃのソース電極がデータ信号線Ｓｘに接続され、トランジスタ１２ｄのソース電極がデー
タ信号線Ｓｙに接続されている。なお、画素電極１７ｃと共通電極（対向電極）ｃｏｍと
の間に液晶容量Ｃｌｃが形成されるとともに、画素電極１７ｄと共通電極（対向電極）ｃ
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ｏｍとの間に液晶容量Ｃｌｄが形成され、画素電極１７ｃと保持容量配線Ｃｓｎとの間に
保持容量ｃｓｃが形成されるとともに、画素電極１７ｄと保持容量配線Ｃｓｎとの間に保
持容量ｃｓｄが形成される。
【００１５】
　また、画素１０２と列方向に隣接する画素１０３には、２つの画素電極１７ｅ・１７ｆ
が行方向に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋２）に接続するトランジスタ１
２ｅのドレイン電極が画素電極１７ｅに接続されるとともに、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）に
接続するトランジスタ１２ｆのドレイン電極が画素電極１７ｆに接続され、かつトランジ
スタ１２ｅのソース電極がデータ信号線Ｓｘに接続され、トランジスタ１２ｆのソース電
極がデータ信号線Ｓｙに接続されている。なお、画素電極１７ｅと共通電極（対向電極）
ｃｏｍとの間に液晶容量Ｃｌｅが形成されるとともに、画素電極１７ｆと共通電極（対向
電極）ｃｏｍとの間に液晶容量Ｃｌｆが形成され、画素電極１７ｅと保持容量配線Ｃｓ（
ｎ＋１）との間に保持容量ｃｓｅが形成されるとともに、画素電極１７ｆと保持容量配線
Ｃｓ（ｎ＋１）との間に保持容量ｃｓｆが形成される。
【００１６】
　また、画素１０３と列方向に隣接する画素１０４には、２つの画素電極１７ｇ・１７ｈ
が行方向に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋３）に接続するトランジスタ１
２ｇのドレイン電極が画素電極１７ｇに接続されるとともに、走査信号線Ｇ（ｎ＋２）に
接続するトランジスタ１２ｈのドレイン電極が画素電極１７ｈに接続され、かつトランジ
スタ１２ｇのソース電極がデータ信号線Ｓｘに接続され、トランジスタ１２ｈのソース電
極がデータ信号線Ｓｙに接続されている。なお、画素電極１７ｇと共通電極（対向電極）
ｃｏｍとの間に液晶容量Ｃｌｇが形成されるとともに、画素電極１７ｈと共通電極（対向
電極）ｃｏｍとの間に液晶容量Ｃｌｈが形成され、画素電極１７ｇと保持容量配線Ｃｓ（
ｎ＋２）との間に保持容量ｃｓｇが形成されるとともに、画素電極１７ｈと保持容量配線
Ｃｓ（ｎ＋２）との間に保持容量ｃｓｈが形成される。
【００１７】
　また、画素１０１と行方向に隣接する画素１０５には、２つの画素電極１７Ａ・１７Ｂ
が行方向に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇｎに接続するトランジスタ１２Ａのド
レイン電極が画素電極１７Ａに接続されるとともに、走査信号線Ｇ（ｎ－１）に接続する
トランジスタ１２Ｂのドレイン電極が画素電極１７Ｂに接続され、かつトランジスタ１２
Ａのソース電極がデータ信号線ＳＸに接続され、トランジスタ１２Ｂのソース電極がデー
タ信号線ＳＹに接続されている。なお、画素電極１７Ａと共通電極（対向電極）ｃｏｍと
の間に液晶容量ＣｌＡが形成されるとともに、画素電極１７Ｂと共通電極（対向電極）ｃ
ｏｍとの間に液晶容量ＣｌＢが形成され、画素電極１７Ａと保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）
との間に保持容量ＣｓＡが形成されるとともに、画素電極１７Ｂと保持容量配線Ｃｓ（ｎ
－１）との間に保持容量ＣｓＢが形成される。
【００１８】
　また、画素１０２と行方向に隣接する画素１０６には、２つの画素電極１７Ｃ・１７Ｄ
が行方向に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）に接続するトランジスタ１
２Ｃのドレイン電極が画素電極１７Ｃに接続されるとともに、走査信号線Ｇｎに接続する
トランジスタ１２Ｄのドレイン電極が画素電極１７Ｄに接続され、かつトランジスタ１２
Ｃのソース電極がデータ信号線ＳＸに接続され、トランジスタ１２Ｄのソース電極がデー
タ信号線ＳＹに接続されている。なお、画素電極１７Ｃと共通電極（対向電極）ｃｏｍと
の間に液晶容量ＣｌＣが形成されるとともに、画素電極１７Ｄと共通電極（対向電極）Ｃ
ｏｍとの間に液晶容量ＣｌＤが形成され、画素電極１７Ｃと保持容量配線Ｃｓｎとの間に
保持容量ｃｓＣが形成されるとともに、画素電極１７Ｄと保持容量配線Ｃｓｎとの間に保
持容量ｃｓＤが形成される。
【００１９】
　また、画素１０３と行方向に隣接する画素１０７には、２つの画素電極１７Ｅ・１７Ｆ
が行方向に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋２）に接続するトランジスタ１
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２Ｅのドレイン電極が画素電極１７Ｅに接続されるとともに、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）に
接続するトランジスタ１２Ｆのドレイン電極が画素電極１７Ｆに接続され、かつトランジ
スタ１２Ｅのソース電極がデータ信号線ＳＸに接続され、トランジスタ１２Ｆのソース電
極がデータ信号線ＳＹに接続されている。なお、画素電極１７Ｅと共通電極（対向電極）
ｃｏｍとの間に液晶容量ＣｌＥが形成されるとともに、画素電極１７Ｆと共通電極（対向
電極）ｃｏｍとの間に液晶容量ＣｌＦが形成され、画素電極１７Ｅと保持容量配線Ｃｓ（
ｎ＋１）との間に保持容量ｃｓＥが形成されるとともに、画素電極１７Ｆと保持容量配線
Ｃｓ（ｎ＋１）との間に保持容量ｃｓＦが形成される。
【００２０】
　また、画素１０４と行方向に隣接する画素１０８には、２つの画素電極１７Ｇ・１７Ｈ
が行方向に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋３）に接続するトランジスタ１
２Ｇのドレイン電極が画素電極１７Ｇに接続されるとともに、走査信号線Ｇ（ｎ＋２）に
接続するトランジスタ１２Ｈのドレイン電極が画素電極１７Ｈに接続され、かつトランジ
スタ１２Ｇのソース電極がデータ信号線ＳＸに接続され、トランジスタ１２Ｈのソース電
極がデータ信号線ＳＹに接続されている。なお、画素電極１７Ｇと共通電極（対向電極）
ｃｏｍとの間に液晶容量ＣｌＧが形成されるとともに、画素電極１７Ｈと共通電極（対向
電極）ｃｏｍとの間に液晶容量ＣｌＨが形成され、画素電極１７Ｇと保持容量配線Ｃｓ（
ｎ＋２）との間に保持容量ｃｓＧが形成されるとともに、画素電極１７Ｈと保持容量配線
Ｃｓ（ｎ＋２）との間に保持容量ｃｓＨが形成される。
【００２１】
　図３～図５は、液晶パネル５ａの一部（図１の４画素行を含む７画素行）に中間調表示
を行う場合の駆動方法を、１水平走査期間ごとに連続する３水平走査期間分（Ｈ１～Ｈ３
）示す模式図である。なお、図３はＨ１の２本選択期間および１本選択期間を示し、図４
はＨ２の２本選択期間および１本選択期間を示し、図５はＨ３の２本選択期間および１本
選択期間を示している。また、図２は液晶パネル５ａの一部に中間調表示を行う場合の駆
動方法を示すタイミングチャート（２フレーム分）であり、図２のＳｘ・Ｓｙ・ＳＸ・Ｓ
Ｙは、図３～５のデータ信号線Ｓｘ・Ｓｙ・ＳＸ・ＳＹに供給されるデータ信号を示し、
図２のＧｎ～Ｇ（ｎ＋５）は、図３～５の走査信号線Ｇｎ～Ｇ（ｎ＋５）に供給される走
査信号（アクティブＨｉｇｈ）を示し、図２の１７ａ～１７ｆは、図１の画素電極１７ａ
～１７ｆの電位を示している。
【００２２】
　図２～５に示す駆動方法では、走査信号線を２本ずつ順次選択していき、一水平走査期
間には、２本の走査信号線が同時選択される２本選択期間と、該２本選択期間に続き、該
２本の走査信号線の一方が非選択とされる１本選択期間とが含まれる。また、中間調表示
時には、２本選択期間に低階調データ信号が各データ信号線に供給され、１本選択期間に
高階調データ信号が各データ信号線に供給される。また、１つの画素列に対応する２本の
データ信号線に、逆極性のデータ信号が供給される。また、それぞれが異なる画素列に対
応する、互いに隣り合う２本のデータ信号線（例えばＳｙ・ＳＸ）には同極性のデータ信
号を供給する。なお、各データ信号線に供給されるデータ信号の極性は一水平走査期間（
１Ｈ）ごとに反転する。
【００２３】
　例えば、連続する３つの水平走査期間Ｈ１～Ｈ３において、Ｈ１の２本選択期間では、
２本の走査信号線Ｇｎ・Ｇ（ｎ＋１）を選択する（アクティブとする）。これにより、図
１・２・３に示すように、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓｘ
に接続する画素電極１７ａにはプラスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トラ
ンジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｄには
マイナスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線
Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｃにはプラスの低階調デー
タ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信号線
Ｓｙに接続する画素電極１７ｆにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれる。また、
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トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ａ
にはマイナスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信
号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｄにはプラスのプリチャージ信
号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ
信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｃにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれ、ト
ランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極
１７Ｆにはプラスの低階調データ信号が書き込まれる。
【００２４】
　次いで、Ｈ１の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）を非選択とし、走査信号線
Ｇｎのみを選択するとする。これにより、図１・２・３に示すように、トランジスタを介
して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ａにはプラスの高階
調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓ
ｙに接続する画素電極１７ｄにはマイナスの高階調データ信号が書き込まれる。また、ト
ランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ａに
はマイナスの高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよ
びデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｄにはプラスの高階調データ信号が書き込ま
れる。
【００２５】
　以上から、画素電極１７ａ・１７ｃ・１７ｄ・１７ｆ・１７Ａ・１７Ｃ・１７Ｄ・１７
Ｆそれぞれに対応する副画素は、明副画素（＋）・暗副画素（＋）・明副画素（－）・暗
副画素（－）・明副画素（－）・暗副画素（－）・明副画素（＋）・暗副画素（＋）とな
る。
【００２６】
　また、Ｈ２の２本選択期間では、２本の走査信号線Ｇ（ｎ＋２）・Ｇ（ｎ＋３）を選択
する（アクティブとする）。これにより、図１・２・４に示すように、トランジスタを介
して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｅにはマイ
ナスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（
ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｈにはプラスのプリチャージ信
号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ
信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｇにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれ、ト
ランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極
にはプラスの低階調データ信号が書き込まれる。また、トランジスタを介して走査信号線
Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｅにはプラスのプリチャー
ジ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデ
ータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｈにはマイナスのプリチャージ信号（低階調）が
書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線ＳＸに接
続する画素電極１７Ｇにはプラスの低階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介し
て走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極にはマイナスの低
階調データ信号が書き込まれる。
【００２７】
　次いで、Ｈ２の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋３）を非選択とし、走査信号線
Ｇ（ｎ＋２）のみを選択するとする。これにより、図１・２・４に示すように、トランジ
スタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｅ
にはマイナスの高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ
＋２）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｈにはプラスの高階調データ信号
が書き込まれる。また、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号
線ＳＸに接続する画素電極１７Ｅにはプラスの高階調データ信号が書き込まれ、トランジ
スタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｈ
にはマイナスの高階調データ信号が書き込まれる。
【００２８】
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　以上から、画素電極１７ｅ・１７ｇ・１７ｈ・１７Ｅ・１７Ｇ・１７Ｈそれぞれに対応
する副画素は、明副画素（－）・暗副画素（－）・明副画素（＋）・明副画素（＋）・暗
副画素（＋）・明副画素（－）となる。
【００２９】
　また、Ｈ３の２本選択期間では、２本の走査信号線Ｇ（ｎ＋４）・Ｇ（ｎ＋５）を選択
し、次いでＨ３の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋５）を非選択とし、走査信号線
Ｇ（ｎ＋４）のみを選択する。Ｈ３の状態については図５のとおりである。
【００３０】
　液晶パネル５ａを備えた液晶表示装置は、個別書き込み型の画素分割方式であるため、
視野角特性が良好であるとともに、容量結合型と比較して、電気的にフローティングとな
る画素電極がなく、信頼性が高い、また、明・暗副画素の輝度を正確に制御することがで
きるといったメリットがある。
【００３１】
　そして、走査信号線を２本ずつ選択していき、偶数番目の走査信号線（Ｇｎ・Ｇ（ｎ＋
２）・・・）に接続する明副画素には２本選択期間でプリチャージした後に１本選択期間
でデータ信号を書き込むことができるため、通常駆動であれば、明副画素の充電時間を実
質的に２倍に延ばすことができる。また、奇数番目の走査信号線（Ｇ（ｎ＋１）・Ｇ（ｎ
＋３）・・・）に接続する暗副画素にデータ信号を書き込む２本選択期間が、１本選択期
間よりも長く設定されているため、通常駆動であれば、暗副画素の充電時間も延ばすこと
ができる。これにより、大型高精細の液晶表示装置や高速駆動（６０Ｈｚ以上の駆動）の
液晶表示装置に好適となる。
【００３２】
　さらに、中間調を表示する時には、行方向および列方向それぞれについて、明副画素と
暗副画素とが交互に並び（明・暗副画素が市松配置され）、ライン状のムラが視認されに
くくなるという効果もある。
【００３３】
　加えて、画面に書き込まれたデータ信号の極性が、行方向および列方向それぞれについ
て２副画素単位で反転するため、画面のチラツキも抑制することができる。
【００３４】
　図６は、図１に示す液晶パネル５ａの一部の構成例を示す平面図である。図６に示すよ
うに、液晶パネル５ａには、行方向に延伸する、走査信号線Ｇ（ｎ－１）・走査信号線Ｇ
ｎ・走査信号線Ｇ（ｎ＋１）が走査方向に沿ってこの順に配されるとともに、列方向に延
伸するデータ信号線Ｓｘ・Ｓｙ・ＳＸ・ＳＹがこの順に並べられ、平面的に視ると、走査
信号線Ｇ（ｎ－１）および走査信号線Ｇｎ並びにデータ信号線Ｓｘ・Ｓｙで画される領域
に画素電極１７ａ・１７ｂが行方向に沿ってこの順に並べられるとともに、走査信号線Ｇ
（ｎ－１）および走査信号線Ｇｎ並びにデータ信号線ＳＸ・ＳＹで画される領域に画素電
極１７Ａ・１７Ｂが行方向に沿ってこの順に並べられ、かつ走査信号線Ｇｎおよび走査信
号線Ｇ（ｎ＋１）並びにデータ信号線Ｓｘ・Ｓｙで画される領域に画素電極１７ｃ・１７
ｄが行方向に沿ってこの順に並べられるとともに、走査信号線Ｇｎおよび走査信号線Ｇ（
ｎ＋１）並びにデータ信号線ＳＸ・ＳＹで画される領域に画素電極１７Ｃ・１７Ｄが行方
向に沿ってこの順に並べられている。また、走査信号線Ｇ（ｎ－１）および走査信号線Ｇ
ｎ間に保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）が配されるとともに、走査信号線Ｇｎおよび走査信号
線Ｇ（ｎ＋１）間に保持容量配線Ｃｓｎが配されている。
【００３５】
　なお、走査信号線Ｇ（ｎ－１）はトランジスタ１２ｂ・１２Ｂのゲート電極として、走
査信号線Ｇｎはトランジスタ１２ａ・１２Ａのゲート電極として、走査信号線Ｇ（ｎ＋１
）はトランジスタ１２ｃ・１２Ｃのゲート電極として機能する。また、トランジスタ１２
ａ・１２ｃのソース電極はデータ信号線Ｓｘに接続されるとともに、トランジスタ１２ｂ
・１２ｄのソース電極はデータ信号線Ｓｙに接続され、トランジスタ１２Ａ・１２Ｃのソ
ース電極はデータ信号線ＳＸに接続されるとともに、トランジスタ１２Ｂ・１２Ｄのソー
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ス電極はデータ信号線ＳＹに接続されている。
【００３６】
　また、トランジスタ１２ａのドレイン電極がコンタクトホール１１ａを介して画素電極
１７ａに接続され、トランジスタ１２ｂのドレイン電極がコンタクトホール１１ｂを介し
て画素電極１７ｂに接続され、保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）に重なる容量電極６７ａと画
素電極１７ａとがコンタクトホール９１ａを介して接続され、保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１
）に重なる容量電極６７ｂと画素電極１７ｂとがコンタクトホール９１ｂを介して接続さ
れている。同様に、トランジスタ１２Ａのドレイン電極がコンタクトホール１１Ａを介し
て画素電極１７Ａに接続され、トランジスタ１２Ｂのドレイン電極がコンタクトホール１
１Ｂを介して画素電極１７Ｂに接続され、保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）に重なる容量電極
６７Ａと画素電極１７Ａとがコンタクトホール９１Ａを介して接続され、保持容量配線Ｃ
ｓ（ｎ－１）に重なる容量電極６７Ｂと画素電極１７Ｂとがコンタクトホール９１Ｂを介
して接続されている。
【００３７】
　ここでは、保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）および容量電極６７ａの重なり部分、保持容量
配線Ｃｓ（ｎ－１）および容量電極６７ｂの重なり部分、保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）お
よび容量電極６７Ａの重なり部分、および保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）および容量電極６
７Ｂの重なり部分にそれぞれ、保持容量ｃｓａ・ｃｓｂ・ｃｓＡ・ｃｓＢ（図１参照）の
大半が形成されている。
【００３８】
　また、トランジスタ１２ｃのドレイン電極がコンタクトホール１１ｃを介して画素電極
１７ｃに接続され、トランジスタ１２ｄのドレイン電極がコンタクトホール１１ｄを介し
て画素電極１７ｄに接続され、保持容量配線Ｃｓｎに重なる容量電極６７ｃと画素電極１
７ｃとがコンタクトホール９１ｃを介して接続され、保持容量配線Ｃｓｎに重なる容量電
極６７ｄと画素電極１７ｄとがコンタクトホール９１ｄを介して接続されている。同様に
、トランジスタ１２Ｃのドレイン電極がコンタクトホール１１Ｃを介して画素電極１７Ｃ
に接続され、トランジスタ１２Ｄのドレイン電極がコンタクトホール１１Ｄを介して画素
電極１７Ｄに接続され、保持容量配線Ｃｓｎに重なる容量電極６７Ｃと画素電極１７Ｃと
がコンタクトホール９１Ｃを介して接続され、保持容量配線Ｃｓｎに重なる容量電極６７
Ｄと画素電極１７Ｄとがコンタクトホール９１Ｄを介して接続されている。
【００３９】
　ここでは、保持容量配線Ｃｓｎおよび容量電極６７ｃの重なり部分、保持容量配線Ｃｓ
ｎおよび容量電極６７ｄの重なり部分、保持容量配線Ｃｓｎおよび容量電極６７Ｃの重な
り部分、および保持容量配線Ｃｓｎおよび容量電極６７Ｄの重なり部分にそれぞれ、保持
容量ｃｓｃ・ｃｓｄ・ｃｓＣ・ｃｓＤ（図１参照）の大半が形成されている。
【００４０】
　なお、図６では、トランジスタ１２ａ・１２ｄ・１２Ａ・１２Ｄのチャネルサイズ（Ｗ
／Ｌ）とトランジスタ１２ｂ・１２ｃ・１２Ｂ・１２Ｃのチャネルサイズ（Ｗ／Ｌ）とを
等しくしているがこれに限定されない。充電時間を長くとれる明画素電極に接続するトラ
ンジスタ１２ａ・１２ｄ・１２Ａ・１２Ｄのチャネルサイズを、暗画素電極に接続するト
ランジスタ１２ｂ・１２ｃ・１２Ｂ・１２Ｃよりも小さくすることもできる。こうすれば
、開口率を高めることができる。
【００４１】
　図７は図６の矢視断面図である。同図に示すように、液晶パネル５ａは、アクティブマ
トリクス基板３と、これに対向するカラーフィルタ基板３０と、両基板（３・３０）間に
配される液晶層４０とを備える。
【００４２】
　アクティブマトリクス基板３では、ガラス基板３１上に走査信号線Ｇｎおよび保持容量
配線Ｃｓ（ｎ－１）が形成され、これらを覆うようにゲート絶縁膜２２が形成されている
。ゲート絶縁膜２２上には、半導体層（ｉ層およびｎ＋層）、ｎ＋層に接するソース電極
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、およびドレイン電極（断面には含まれない）並びに容量電極６７ａが形成され、これら
を覆うように無機層間絶縁膜２５が形成されている。無機層間絶縁膜２５上には、これよ
りも厚い有機層間絶縁膜２６が形成され、有機層間絶縁膜２６上に画素電極１７ａが形成
される。なお、図示しないが、アクティブマトリクス基板３の表面を覆うように配向膜が
形成されている。ここで、コンタクトホール９１ａでは、無機層間絶縁膜２５および有機
層間絶縁膜２６が刳り貫かれ、これによって、画素電極１７ａと容量電極６７ａとが接続
される。容量電極６７ａはゲート絶縁膜２２を介して保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）と重な
っており、この重なり部分に保持容量ｃｓａ（図１参照）の大半が形成される。
【００４３】
　一方、カラーフィルタ基板３０では、ガラス基板３２上にブラックマトリクス１３およ
び着色層１４が形成され、その上層に共通電極（ｃｏｍ）２８が形成され、さらにカラー
フィルタ基板３０の表面を覆うように配向膜が形成されている（図示せず）。
【００４４】
　以下に、本液晶パネルの製造方法について説明する。液晶パネルの製造方法には、アク
ティブマトリクス基板製造工程と、カラーフィルタ基板製造工程と、両基板を貼り合わせ
て液晶を充填する組み立て工程とが含まれる。
【００４５】
　まず、ガラス、プラスチックなどの基板上に、チタン、クロム、アルミニウム、モリブ
デン、タンタル、タングステン、銅などの金属膜、それらの合金膜、または、それらの積
層膜（厚さ１０００Å～３０００Å）をスパッタリング法により成膜し、その後、フォト
リソグラフィー技術（Photo Engraving Process、以下、「ＰＥＰ技術」と称し、これに
はエッチング工程が含まれるものとする）によりパターニングを行い、フォトレジストを
除去することにより、走査信号線（各トランジスタのゲート電極）および保持容量配線を
形成する。
【００４６】
　次いで、走査信号線が形成された基板全体に、ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）
法により窒化シリコンや酸化シリコンなどの無機絶縁膜（厚さ３０００Å～５０００Å程
度）を成膜し、ゲート絶縁膜を形成する。
【００４７】
　続いて、ゲート絶縁膜上（基板全体）に、ＣＶＤ法により真性アモルファスシリコン膜
（厚さ１０００Å～３０００Å）と、リンがドープされたｎ＋アモルファスシリコン膜（
厚さ４００Å～７００Å）とを連続して成膜し、その後、ＰＥＰ技術によってパターニン
グを行い、フォトレジストを除去することにより、ゲート電極上に、真性アモルファスシ
リコン層とｎ＋アモルファスシリコン層とからなるシリコン積層体を島状に形成する。
【００４８】
　続いて、シリコン積層体が形成された基板全体に、チタン、クロム、アルミニウム、モ
リブデン、タンタル、タングステン、銅などの金属膜、それらの合金膜、または、それら
の積層膜（厚さ１０００Å～３０００Å）をスパッタリング法により成膜し、その後、Ｐ
ＥＰ技術によりパターニングを行い、データ信号線、トランジスタのソース電極・ドレイ
ン電極、および容量電極を形成する（メタル層の形成）。ここでは必要に応じてレジスト
を除去する。
【００４９】
　さらに、上記メタル配線形成時のフォトレジスト、またはソース電極およびドレイン電
極をマスクとして、シリコン積層体を構成するｎ＋アモルファスシリコン層をエッチング
除去し、フォトレジストを除去することにより、トランジスタのチャネルを形成する。こ
こで、半導体層は、上記のようにアモルファスシリコン膜により形成させてもよいが、ポ
リシリコン膜を成膜させてもよく、また、アモルファスシリコン膜およびポリシリコン膜
にレーザアニール処理を行って結晶性を向上させてもよい。これにより、半導体層内の電
子の移動速度が速くなり、トランジスタ（ＴＦＴ）の特性を向上させることができる。
【００５０】
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　次いで、データ信号線などが形成された基板全体に層間絶縁膜を形成する。具体的には
、ＳｉＨ４ガスとＮＨ３ガスとＮ２ガスとの混合ガスを用い、基板全面を覆うように、厚
さ約３０００ÅのＳｉＮｘからなる無機層間絶縁膜２５（パッシベーション膜）をＣＶＤ
にて形成する。その後、厚さ約３μｍのポジ型感光性アクリル樹脂からなる有機層間絶縁
膜２６をスピンコートやダイコートにて形成する。
【００５１】
　続いて、ＰＥＰ技術により有機層間絶縁膜２６にコンタクト用パターンを形成し、さら
に、パターニングされた有機層間絶縁膜２６をマスクとし、ＣＦ４ガスとＯ２ガスとの混
合ガスを用いて、無機層間絶縁膜２５をドライエッチングする。なお、有機層間絶縁膜２
６は、例えば、ＳＯＧ（スピンオンガラス）材料からなる絶縁膜であってもよく、また、
有機層間絶縁膜２６に、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、ポリウレタン樹
脂、ノボラック樹脂、およびシロキサン樹脂の少なくとも１つが含まれていてもよい。
【００５２】
　続いて、コンタクトホールが形成された層間絶縁膜上の基板全体に、ＩＴＯ（Indium T
in Oxide）、ＩＺＯ（Indium Zinc Oxide）、酸化亜鉛、酸化スズなどからなる透明導電
膜（厚さ１０００Å～２０００Å）をスパッタリング法により成膜し、その後、ＰＥＰ技
術によりパターニングを行い、レジストを除去して各画素電極を形成する。
【００５３】
　最後に、画素電極上の基板全体に、ポリイミド樹脂を厚さ５００Å～１０００Åで印刷
し、その後、焼成して、回転布にて一方向にラビング処理を行って、配向膜を形成する。
以上のようにして、アクティブマトリクス基板製造される。
【００５４】
　以下に、カラーフィルタ基板製造工程について説明する。
【００５５】
　まず、ガラス、プラスチックなどの基板上（基板全体）に、クロム薄膜、または黒色顔
料を含有する樹脂を成膜した後にＰＥＰ技術によってパターニングを行い、ブラックマト
リクスを形成する。次いで、ブラックマトリクスの間隙に、顔料分散法などを用いて、赤
、緑および青のカラーフィルタ層（厚さ２μｍ程度）をパターン形成する。
【００５６】
　続いて、カラーフィルタ層上の基板全体に、ＩＴＯ、ＩＺＯ、酸化亜鉛、酸化スズなど
からなる透明導電膜（厚さ１０００Å程度）を成膜し、共通電極（ｃｏｍ）を形成する。
【００５７】
　最後に、共通電極上の基板全体に、ポリイミド樹脂を厚さ５００Å～１０００Åで印刷
し、その後、焼成して、回転布にて一方向にラビング処理を行って、配向膜を形成する。
上記のようにして、カラーフィルタ基板を製造することができる。
【００５８】
　以下に、組み立て工程について、説明する。
【００５９】
　まず、アクティブマトリクス基板およびカラーフィルタ基板の一方に、スクリーン印刷
により、熱硬化性エポキシ樹脂などからなるシール材料を液晶注入口の部分を欠いた枠状
パターンに塗布し、他方の基板に液晶層の厚さに相当する直径を持ち、プラスチックまた
はシリカからなる球状のスペーサーを散布する。なお、スペーサーを散布する代わりに、
ＰＥＰ技術によりＣＦ基板のＢＭ上あるいはアクティブマトリクス基板のメタル配線上に
スペーサーを形成してもよい。
【００６０】
　次いで、アクティブマトリクス基板とカラーフィルタ基板とを貼り合わせ、シール材料
を硬化させる。
【００６１】
　最後に、アクティブマトリクス基板およびカラーフィルタ基板並びにシール材料で囲ま
れる空間に、減圧法により液晶材料を注入した後、液晶注入口にＵＶ硬化樹脂を塗布し、
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ＵＶ照射によって液晶材料を封止することで液晶層を形成する。以上のようにして、液晶
パネルが製造される。
【００６２】
　なお、ＭＶＡ（マルチドメインバーティカルアライメント）方式の液晶パネルでは、例
えば、アクティブマトリクス基板の各画素電極に配向規制用のスリットが設けられるとと
もに、カラーフィルタ基板に配向規制用のリブ（線状突起）が設けられる。なお、リブの
代わりに、カラーフィルタ基板の共通電極に配向規制用のスリットを設けることもできる
。また、紫外線等の照射によって液晶の配向を決定する、光配向液晶を用いることもでき
る。この場合、リブやスリットの構造体を設けることなく高視野角化を実現でき、開口率
を大幅に向上させることができる。
【００６３】
　なお、図６・７の構成においては、互いに隣り合い、かつそれぞれが別々の画素列に対
応して設けられた２本のデータ信号線の間隙（データ信号線と同層）あるいは間隙上（画
素電極と同層）に、データ信号とは別の信号が供給される間在配線を設けてもよい。例え
ば、データ信号線Ｓｙ・ＳＸの間隙に間在配線を設ける。こうすれば、例えば、データ信
号線ＳＸと画素電極１７ａのクロストーク、およびデータ信号線Ｓｙと画素電極１７Ａの
クロストークを低減することができる。さらに、図６・７では各保持容量配線が走査信号
線と同層に形成され、行方向に（図中横方向）延伸しているが、これに限定されない。各
保持容量配線をデータ信号線と同層（メタル層）に形成し、列方向（図中縦方向）に延伸
させてもよい。
【００６４】
　例えば図３４では、列方向に延伸する保持容量配線Ｃｓｚが、画素電極１７ａ・１７ｂ
の間隙および画素電極１７ｃ・１７ｄの間隙と重なるようにメタル層に設けられ、保持容
量配線Ｃｓｚと画素電極１７ａ・１７ｂ・１７ｃ・１７ｄそれぞれとの重なり部分に保持
容量が形成され、また、列方向に延伸する保持容量配線ＣｓＺが、画素電極１７Ａ・１７
Ｂの間隙および画素電極１７Ｃ・１７Ｄの間隙と重なるようにメタル層に設けられ、保持
容量配線ＣｓＺと画素電極１７Ａ・１７Ｂ・１７Ｃ・１７Ｄそれぞれとの重なり部分に保
持容量が形成されている。このような構成にすることで、画素電極間の液晶の配向乱れや
光漏れを効率よく隠すことができる。そうすると、画素電極間に対応してカラーフィルタ
基板側に設けられるブラックマトリクスを細くしたり、省いたりすることができるため、
開口率を高めることができる。なお、図３４のような構成では、保持容量を確保するため
に、チャネル保護膜（層間絶縁膜）を無機絶縁膜のみで形成することもできる。
【００６５】
　図２に示す液晶パネル５ａの駆動方法では２本選択期間に低階調データ信号が各データ
信号線に供給され、１本選択期間に高階調データ信号が各データ信号線に供給されるが、
これに限定されない。図８に示すように、２本選択期間に高階調データ信号を各データ信
号線に供給し、１本選択期間に低階調データ信号を各データ信号線に供給してもよい。
【００６６】
　この場合、図９に示すように、連続する３つの水平走査期間Ｈ１～Ｈ３において、Ｈ１
の２本選択期間では、２本の走査信号線Ｇｎ・Ｇ（ｎ＋１）を選択する（アクティブとす
る）。これにより、図１・８・９に示すように、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎお
よびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ａにはプラスのプリチャージ信号（高階調
）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓｙに接続す
る画素電極１７ｄにはマイナスのプリチャージ信号（高階調）が書き込まれ、トランジス
タを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｃに
はプラスの高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１
）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｆにはマイナスの高階調データ信号が
書き込まれる。また、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＸに接
続する画素電極１７Ａにはマイナスのプリチャージ信号（高階調）が書き込まれ、トラン
ジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｄにはプ
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ラスのプリチャージ信号（高階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（
ｎ＋１）およびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｃにはマイナスの高階調データ
信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信号線Ｓ
Ｙに接続する画素電極１７Ｆにはプラスの高階調データ信号が書き込まれる。
【００６７】
　次いで、Ｈ１の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）を非選択とし、走査信号線
Ｇｎのみを選択するとする。これにより、図１・８・９に示すように、トランジスタを介
して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ａにはプラスの低階
調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓ
ｙに接続する画素電極１７ｄにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれる。また、ト
ランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ａに
はマイナスの低階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよ
びデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｄにはプラスの低階調データ信号が書き込ま
れる。
【００６８】
　以上から、画素電極１７ａ・１７ｃ・１７ｄ・１７ｆ・１７Ａ・１７Ｃ・１７Ｄ・１７
Ｆそれぞれに対応する副画素は、暗副画素（＋）・明副画素（＋）・暗副画素（－）・明
副画素（－）・暗副画素（－）・明副画素（－）・暗副画素（＋）・明副画素（＋）とな
る。
【００６９】
　また、Ｈ２の２本選択期間では、２本の走査信号線Ｇ（ｎ＋２）・Ｇ（ｎ＋３）を選択
する（アクティブとする）。これにより、図１・８・１０に示すように、トランジスタを
介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｅにはマ
イナスのプリチャージ信号（高階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ
（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｈにはプラスのプリチャージ
信号（高階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデー
タ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｇにはマイナスの高階調データ信号が書き込まれ、
トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電
極にはプラスの高階調データ信号が書き込まれる。また、トランジスタを介して走査信号
線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｅにはプラスのプリチャ
ージ信号（高階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）および
データ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｈにはマイナスのプリチャージ信号（高階調）
が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線ＳＸに
接続する画素電極１７Ｇにはプラスの高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介
して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極にはマイナスの
高階調データ信号が書き込まれる。
【００７０】
　次いで、Ｈ２の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋３）を非選択とし、走査信号線
Ｇ（ｎ＋２）のみを選択するとする。これにより、図１・８・１０に示すように、トラン
ジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７
ｅにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（
ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｈにはプラスの低階調データ信
号が書き込まれる。また、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信
号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｅにはプラスの低階調データ信号が書き込まれ、トラン
ジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７
Ｈにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれる。
【００７１】
　以上から、画素電極１７ｅ・１７ｇ・１７ｈ・１７Ｅ・１７Ｇ・１７Ｈそれぞれに対応
する副画素は、暗副画素（－）・明副画素（－）・暗副画素（＋）・暗副画素（＋）・明
副画素（＋）・暗副画素（－）となる。
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【００７２】
　また、Ｈ３の２本選択期間では、２本の走査信号線Ｇ（ｎ＋４）・Ｇ（ｎ＋５）を選択
し、次いでＨ３の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋５）を非選択とし、走査信号線
Ｇ（ｎ＋４）のみを選択する。Ｈ３の状態については図１１のとおりである。
【００７３】
　図８の駆動方法では、走査信号線を２本ずつ選択していき、偶数番目の走査信号線（Ｇ
ｎ・Ｇ（ｎ＋２）・・・）に接続する暗副画素には２本選択期間でプリチャージした後に
１本選択期間でデータ信号を書き込むことができるため、通常駆動であれば、暗副画素の
充電時間を実質的に２倍に延ばすことができる。また、奇数番目の走査信号線（Ｇ（ｎ＋
１）・Ｇ（ｎ＋３）・・・）に接続する明副画素にデータ信号を書き込む２本選択期間が
、１本選択期間よりも長く設定されているため、通常駆動であれば、明副画素の充電時間
も延ばすことができる。これにより、大型高精細の液晶表示装置や高速駆動（６０Ｈｚ以
上の駆動）の液晶表示装置に好適となる。図８の駆動方法は、特に図１２に示すような、
偶数番目の走査信号線（Ｇｎ・Ｇ（ｎ＋２）・・・）に接続する画素電極１７ａ・１７ｄ
・１７Ａ・１７Ｄ（暗画素電極）が、奇数番目の走査信号線（Ｇ（ｎ＋１）・Ｇ（ｎ＋３
）・・・）に接続する画素電極１７ｂ・１７ｃ・１７Ｂ・１７Ｃ（明画素電極）よりも面
積が大きい場合に好適である。これは、面積の大きな（充電し難い）暗画素電極の充電時
間を２倍（通常駆動時）延ばせ、また、高階調データ信号でプリチャージした後に低階調
データ信号を書き込むことによるオーバーシュート効果も期待できるからである。なお、
暗画素電極の面積は、明画素電極の面積を１として、１～４が好ましい。
【００７４】
　図２に示す液晶パネル５ａの駆動方法では、それぞれが異なる画素列に対応する、互い
に隣り合う２本のデータ信号線（例えばＳｙ・ＳＸ）に同極性のデータ信号が供給され、
各データ信号線に供給されるデータ信号の極性が一水平走査期間（１Ｈ）ごとに反転する
が、これに限定されない。図１３に示すように、それぞれが異なる画素列に対応する、互
いに隣り合う２本のデータ信号線（例えばＳｙ・ＳＸ）に逆極性のデータ信号を供給し、
各データ信号線に供給されるデータ信号の極性を一垂直走査期間（１フレーム期間）ごと
に反転させてもよい。なお、１つの画素列に対応する２本のデータ信号線には逆極性のデ
ータ信号を供給する。
【００７５】
　例えば、連続する３つの水平走査期間ｈ１～ｈ３において、ｈ１の２本選択期間では、
２本の走査信号線Ｇｎ・Ｇ（ｎ＋１）を選択する（図１３・１４参照）。これにより、図
１・１３・１４に示すように、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線
Ｓｘに接続する画素電極１７ａにはプラスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、
トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｄ
にはマイナスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信
号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｃにはプラスの低階調
データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信
号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｆにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれる。ま
た、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１
７Ａにはマイナスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走
査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｄにはプラスのプリチャー
ジ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデ
ータ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｃにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれ
、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素
電極１７Ｆにはプラスの低階調データ信号が書き込まれる。
【００７６】
　次いで、ｈ１の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）を非選択とし、走査信号線
Ｇｎのみを選択するとする。これにより、図１・１３・１４に示すように、トランジスタ
を介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ａにはプラスの
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高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号
線Ｓｙに接続する画素電極１７ｄにはマイナスの高階調データ信号が書き込まれる。また
、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１７
Ａにはマイナスの高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎ
およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｄにはプラスの高階調データ信号が書き
込まれる。
【００７７】
　以上から、画素電極１７ａ・１７ｃ・１７ｄ・１７ｆ・１７Ａ・１７Ｃ・１７Ｄ・１７
Ｆそれぞれに対応する副画素は、明副画素（＋）・暗副画素（＋）・明副画素（－）・暗
副画素（－）・明副画素（－）・暗副画素（－）・明副画素（＋）・暗副画素（＋）とな
る。
【００７８】
　また、ｈ２の２本選択期間では、２本の走査信号線Ｇ（ｎ＋２）・Ｇ（ｎ＋３）を選択
する（図１３・１５参照）。これにより、図１・１３・１５に示すように、トランジスタ
を介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｅには
プラスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ
（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｈにはマイナスのプリチャー
ジ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデ
ータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｇにはプラスの低階調データ信号が書き込まれ、
トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電
極にはマイナスの低階調データ信号が書き込まれる。また、トランジスタを介して走査信
号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｅにはプラスのプリチ
ャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およ
びデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｈにはマイナスのプリチャージ信号（低階調
）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線ＳＸ
に接続する画素電極１７Ｇにはプラスの低階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを
介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極にはマイナス
の低階調データ信号が書き込まれる。
【００７９】
　次いで、ｈ２の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋３）を非選択とし、走査信号線
Ｇ（ｎ＋２）のみを選択するとする。これにより、図１・１３・１５に示すように、トラ
ンジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１
７ｅにはプラスの高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（
ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｈにはマイナスの高階調データ
信号が書き込まれる。また、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ
信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｅにはプラスの高階調データ信号が書き込まれ、トラ
ンジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１
７Ｈにはマイナスの高階調データ信号が書き込まれる。
【００８０】
　以上から、画素電極１７ｅ・１７ｇ・１７ｈ・１７Ｅ・１７Ｇ・１７Ｈそれぞれに対応
する副画素は、明副画素（＋）・暗副画素（＋）・明副画素（－）・明副画素（＋）・暗
副画素（＋）・明副画素（－）となる。
【００８１】
　また、ｈ３の２本選択期間では、２本の走査信号線Ｇ（ｎ＋４）・Ｇ（ｎ＋５）を選択
し、次いでｈ３の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋５）を非選択とし、走査信号線
Ｇ（ｎ＋４）のみを選択する。ｈ３の状態については図１６のとおりである。
【００８２】
　図１３～図１６に示す駆動方法では、同一データ信号線に供給されるデータ信号の極性
が１垂直走査期間中変わらないため、データ信号の極性が１水平走査期間で反転するよう
な場合と比較してソースドライバの消費電力を抑えることができる。加えて、中間調を表
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示する時には、行方向および列方向それぞれについて、明副画素と暗副画素とが交互に並
び（明・暗副画素が市松配置され）、ライン状のムラが視認されにくくなるという効果も
ある。
【００８３】
　〔実施の形態２〕
　図１７は本液晶パネル５ｂの一部を示す等価回路図である。液晶パネル５ｂでは、各画
素に、２つの画素電極が列方向に沿って並べられ、同一の画素列に属し、それぞれがトラ
ンジスタを介して同一の走査信号線に接続する２つの画素電極が隣接している。これ以外
は図１と同様である。
【００８４】
　例えば、画素１０１には、２つの画素電極１７ａ・１７ｂが列方向（走査方向）に沿っ
てこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ－１）に接続するトランジスタ１２ａのドレイン
電極が画素電極１７ａに接続されるとともに、走査信号線Ｇｎに接続するトランジスタ１
２ｂのドレイン電極が画素電極１７ｂに接続され、かつトランジスタ１２ａのソース電極
がデータ信号線Ｓｙに接続され、トランジスタ１２ｂのソース電極がデータ信号線Ｓｘに
接続されている。
【００８５】
　また、画素１０１と列方向に隣接する画素１０２には、２つの画素電極１７ｃ・１７ｄ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇｎに接続するトランジス
タ１２ｃのドレイン電極が画素電極１７ｃに接続されるとともに、走査信号線Ｇ（ｎ＋１
）に接続するトランジスタ１２ｄのドレイン電極が画素電極１７ｄに接続され、かつトラ
ンジスタ１２ｃのソース電極がデータ信号線Ｓｙに接続され、トランジスタ１２ｄのソー
ス電極がデータ信号線Ｓｘに接続されている。
【００８６】
　また、画素１０２と列方向に隣接する画素１０３には、２つの画素電極１７ｅ・１７ｆ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）に接続するト
ランジスタ１２ｅのドレイン電極が画素電極１７ｅに接続されるとともに、走査信号線Ｇ
（ｎ＋２）に接続するトランジスタ１２ｆのドレイン電極が画素電極１７ｆに接続され、
かつトランジスタ１２ｅのソース電極がデータ信号線Ｓｙに接続され、トランジスタ１２
ｆのソース電極がデータ信号線Ｓｘに接続されている。
【００８７】
　また、画素１０３と列方向に隣接する画素１０４には、２つの画素電極１７ｇ・１７ｈ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋２）に接続するト
ランジスタ１２ｇのドレイン電極が画素電極１７ｇに接続されるとともに、走査信号線Ｇ
（ｎ＋３）に接続するトランジスタ１２ｈのドレイン電極が画素電極１７ｈに接続され、
かつトランジスタ１２ｇのソース電極がデータ信号線Ｓｙに接続され、トランジスタ１２
ｈのソース電極がデータ信号線Ｓｘに接続されている。
【００８８】
　また、画素１０１と行方向に隣接する画素１０５には、２つの画素電極１７Ａ・１７Ｂ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ－１）に接続するト
ランジスタ１２Ａのドレイン電極が画素電極１７Ａに接続されるとともに、走査信号線Ｇ
ｎに接続するトランジスタ１２Ｂのドレイン電極が画素電極１７Ｂに接続され、かつトラ
ンジスタ１２Ａのソース電極がデータ信号線ＳＹに接続され、トランジスタ１２Ｂのソー
ス電極がデータ信号線ＳＸに接続されている。
【００８９】
　また、画素１０２と行方向に隣接する画素１０６には、２つの画素電極１７Ｃ・１７Ｄ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇｎに接続するトランジス
タ１２Ｃのドレイン電極が画素電極１７Ｃに接続されるとともに、走査信号線Ｇ（ｎ＋１
）に接続するトランジスタ１２Ｄのドレイン電極が画素電極１７Ｄに接続され、かつトラ
ンジスタ１２Ｃのソース電極がデータ信号線ＳＹに接続され、トランジスタ１２Ｄのソー
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ス電極がデータ信号線ＳＸに接続されている。
【００９０】
　また、画素１０３と行方向に隣接する画素１０７には、２つの画素電極１７Ｅ・１７Ｆ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）に接続するト
ランジスタ１２Ｅのドレイン電極が画素電極１７Ｅに接続されるとともに、走査信号線Ｇ
（ｎ＋２）に接続するトランジスタ１２Ｆのドレイン電極が画素電極１７Ｆに接続され、
かつトランジスタ１２Ｅのソース電極がデータ信号線ＳＹに接続され、トランジスタ１２
Ｆのソース電極がデータ信号線ＳＸに接続されている。
【００９１】
　また、画素１０４と行方向に隣接する画素１０８には、２つの画素電極１７Ｇ・１７Ｈ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋２）に接続するト
ランジスタ１２Ｇのドレイン電極が画素電極１７Ｇに接続されるとともに、走査信号線Ｇ
（ｎ＋３）に接続するトランジスタ１２Ｈのドレイン電極が画素電極１７Ｈに接続され、
かつトランジスタ１２Ｇのソース電極がデータ信号線ＳＹに接続され、トランジスタ１２
Ｈのソース電極がデータ信号線ＳＸに接続されている。
【００９２】
　図１９～図２１は、液晶パネル５ｂの一部（図１７の４画素行を含む７画素行）に中間
調表示を行う場合の駆動方法を、１水平走査期間ごとに連続する３水平走査期間分（Ｈ１
～Ｈ３）示す模式図である。また、図１８は液晶パネル５ｂの一部に中間調表示を行う場
合の駆動方法を示すタイミングチャート（２フレーム分）である。
【００９３】
　図１８～２１に示す駆動方法では、走査信号線を２本ずつ順次選択していき、一水平走
査期間には、２本の走査信号線が同時選択される２本選択期間と、該２本選択期間に続き
、該２本の走査信号線の一方が非選択とされる１本選択期間とが含まれる。また、中間調
表示時には、２本選択期間に低階調データ信号が各データ信号線に供給され、１本選択期
間に高階調データ信号が各データ信号線に供給される。また、１つの画素列に対応する２
本のデータ信号線に、逆極性のデータ信号が供給される。また、それぞれが異なる画素列
に対応する、互いに隣り合う２本のデータ信号線（例えばＳｙ・ＳＸ）には同極性のデー
タ信号を供給する。なお、各データ信号線に供給されるデータ信号の極性は一垂直走査期
間（１フレーム）ごとに反転する。
【００９４】
　例えば、連続する３つの水平走査期間Ｈ１～Ｈ３において、Ｈ１の２本選択期間では、
２本の走査信号線Ｇｎ・Ｇ（ｎ＋１）を選択する（図１８・１９参照）。これにより、図
１７・１８・１９に示すように、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号
線Ｓｘに接続する画素電極１７ｂにはプラスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ
、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７
ｃにはマイナスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査
信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｄにはプラスの低階
調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ
信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｅにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれる。
また、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極
１７Ｂにはマイナスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して
走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｃにはプラスのプリチャ
ージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）および
データ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｄにはマイナスの低階調データ信号が書き込ま
れ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信号線ＳＹに接続する画
素電極１７Ｅにはプラスの低階調データ信号が書き込まれる。
【００９５】
　次いで、Ｈ１の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）を非選択とし、走査信号線
Ｇｎのみを選択するとする。これにより、図１７・１８・１９に示すように、トランジス
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タを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｂにはプラス
の高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信
号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｃにはマイナスの高階調データ信号が書き込まれる。ま
た、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１
７Ｂにはマイナスの高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ
ｎおよびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｃにはプラスの高階調データ信号が書
き込まれる。
【００９６】
　以上から、画素電極１７ｂ・１７ｃ・１７ｄ・１７ｅ・１７Ｂ・１７Ｃ・１７Ｄ・１７
Ｅそれぞれに対応する副画素は、明副画素（＋）・明副画素（－）・暗副画素（＋）・暗
副画素（－）・明副画素（－）・明副画素（＋）・暗副画素（－）・暗副画素（＋）とな
る。
【００９７】
　また、Ｈ２の２本選択期間では、２本の走査信号線Ｇ（ｎ＋２）・Ｇ（ｎ＋３）を選択
する（図１８・２０参照）。これにより、図１７・１８・２０に示すように、トランジス
タを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｆに
はプラスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線
Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｇにはマイナスのプリチャ
ージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）および
データ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｈにはプラスの低階調データ信号が書き込まれ
、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素
電極にはマイナスの低階調データ信号が書き込まれる。また、トランジスタを介して走査
信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｆにはマイナスのプ
リチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）
およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｇにはプラスのプリチャージ信号（低階
調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線Ｓ
Ｘに接続する画素電極１７Ｈにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれ、トランジス
タを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極にはプラ
スの低階調データ信号が書き込まれる。
【００９８】
　次いで、Ｈ２の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋３）を非選択とし、走査信号線
Ｇ（ｎ＋２）のみを選択するとする。これにより、図１７・１８・２０に示すように、ト
ランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極
１７ｆにはプラスの高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ
（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｇにはマイナスの高階調デー
タ信号が書き込まれる。また、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデー
タ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｆにはマイナスの高階調データ信号が書き込まれ、
トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電
極１７Ｇにはプラスの高階調データ信号が書き込まれる。
【００９９】
　以上から、画素電極１７ｆ・１７ｇ・１７ｈ・１７Ｆ・１７Ｇ・１７Ｈそれぞれに対応
する副画素は、明副画素（＋）・明副画素（－）・暗副画素（＋）・明副画素（－）・明
副画素（＋）・暗副画素（－）となる。
【０１００】
　また、Ｈ３の２本選択期間では、２本の走査信号線Ｇ（ｎ＋４）・Ｇ（ｎ＋５）を選択
し、次いでＨ３の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋５）を非選択とし、走査信号線
Ｇ（ｎ＋４）のみを選択する。Ｈ３の状態については図２１のとおりである。
【０１０１】
　液晶パネル５ｂを備えた液晶表示装置は、個別書き込み型の画素分割方式であるため、
視野角特性が良好であるとともに、容量結合型と比較して、電気的にフローティングとな
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る画素電極がなく、信頼性が高い、また、明・暗副画素の輝度を正確に制御することがで
きるといったメリットがある。
【０１０２】
　そして、走査信号線を２本ずつ選択していき、偶数番目の走査信号線（Ｇｎ・Ｇ（ｎ＋
２）・・・）に接続する明副画素には２本選択期間でプリチャージした後に１本選択期間
でデータ信号を書き込むことができるため、通常駆動であれば、明副画素の充電時間を実
質的に２倍に延ばすことができる。また、奇数番目の走査信号線（Ｇ（ｎ＋１）・Ｇ（ｎ
＋３）・・・）に接続する暗副画素にデータ信号を書き込む２本選択期間が、１本選択期
間よりも長く設定されているため、通常駆動であれば、暗副画素の充電時間も延ばすこと
ができる。これにより、大型高精細の液晶表示装置や高速駆動（６０Ｈｚ以上の駆動）の
液晶表示装置に好適となる。
【０１０３】
　加えて、画面に書き込まれたデータ信号の極性が、行方向および列方向それぞれについ
て１副画素単位で反転するため、画面のチラツキも抑制することができる。
【０１０４】
　図２２は、図１７に示す液晶パネル５ｂの一部の構成例を示す平面図である。図２２に
示すように、液晶パネル５ｂには、平面的に視て、走査信号線Ｇ（ｎ－１）および走査信
号線Ｇｎ並びにデータ信号線Ｓｘ・Ｓｙで画される領域に画素電極１７ａ・１７ｂが列方
向（走査方向）に沿ってこの順に並べられるとともに、走査信号線Ｇ（ｎ－１）および走
査信号線Ｇｎ並びにデータ信号線ＳＸ・ＳＹで画される領域に画素電極１７Ａ・１７Ｂが
列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、かつ走査信号線Ｇｎおよび走査信号線Ｇ
（ｎ＋１）並びにデータ信号線Ｓｘ・Ｓｙで画される領域に画素電極１７ｃ・１７ｄが列
方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられるとともに、走査信号線Ｇｎおよび走査信号
線Ｇ（ｎ＋１）並びにデータ信号線ＳＸ・ＳＹで画される領域に画素電極１７Ｃ・１７Ｄ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられている。また、走査信号線Ｇ（ｎ－１）
および走査信号線Ｇｎ間に保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）が配されるとともに、走査信号線
Ｇｎおよび走査信号線Ｇ（ｎ＋１）間に保持容量配線Ｃｓｎが配されている。
【０１０５】
　なお、走査信号線Ｇ（ｎ－１）はトランジスタ１２ｂ・１２Ｂのゲート電極として、走
査信号線Ｇｎはトランジスタ１２ａ・１２Ａのゲート電極として、走査信号線Ｇ（ｎ＋１
）はトランジスタ１２ｃ・１２Ｃのゲート電極として機能する。また、トランジスタ１２
ａ・１２ｃのソース電極はデータ信号線Ｓｘに接続されるとともに、トランジスタ１２ｂ
・１２ｄのソース電極はデータ信号線Ｓｙに接続され、トランジスタ１２Ａ・１２Ｃのソ
ース電極はデータ信号線ＳＸに接続されるとともに、トランジスタ１２Ｂ・１２Ｄのソー
ス電極はデータ信号線ＳＹに接続されている。
【０１０６】
　また、トランジスタ１２ａのドレイン電極がコンタクトホール１１ａを介して画素電極
１７ａに接続され、トランジスタ１２ｂのドレイン電極がコンタクトホール１１ｂを介し
て画素電極１７ｂに接続され、保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）に重なる容量電極６７ａと画
素電極１７ａとがコンタクトホール９１ａを介して接続され、保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１
）に重なる容量電極６７ｂと画素電極１７ｂとがコンタクトホール９１ｂを介して接続さ
れている。同様に、トランジスタ１２Ａのドレイン電極がコンタクトホール１１Ａを介し
て画素電極１７Ａに接続され、トランジスタ１２Ｂのドレイン電極がコンタクトホール１
１Ｂを介して画素電極１７Ｂに接続され、保持容量配線Ｃｓ（ｎ－１）に重なる容量電極
６７Ａと画素電極１７Ａとがコンタクトホール９１Ａを介して接続され、保持容量配線Ｃ
ｓ（ｎ－１）に重なる容量電極６７Ｂと画素電極１７Ｂとがコンタクトホール９１Ｂを介
して接続されている。
【０１０７】
　また、トランジスタ１２ｃのドレイン電極がコンタクトホール１１ｃを介して画素電極
１７ｃに接続され、トランジスタ１２ｄのドレイン電極がコンタクトホール１１ｄを介し
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て画素電極１７ｄに接続され、保持容量配線Ｃｓｎに重なる容量電極６７ｃと画素電極１
７ｃとがコンタクトホール９１ｃを介して接続され、保持容量配線Ｃｓｎに重なる容量電
極６７ｄと画素電極１７ｄとがコンタクトホール９１ｄを介して接続されている。同様に
、トランジスタ１２Ｃのドレイン電極がコンタクトホール１１Ｃを介して画素電極１７Ｃ
に接続され、トランジスタ１２Ｄのドレイン電極がコンタクトホール１１Ｄを介して画素
電極１７Ｄに接続され、保持容量配線Ｃｓｎに重なる容量電極６７Ｃと画素電極１７Ｃと
がコンタクトホール９１Ｃを介して接続され、保持容量配線Ｃｓｎに重なる容量電極６７
Ｄと画素電極１７Ｄとがコンタクトホール９１Ｄを介して接続されている。
【０１０８】
　図１７の液晶パネル５ｂを図２３のように変形することもできる。図２３の液晶パネル
５ｃでは、同一の画素領域列に属し、それぞれがトランジスタを介して同一の走査信号線
に接続する２つの画素電極が、別の１つの画素電極を挟むように配されている。さらに、
同一の画素領域行に属し、それぞれがトランジスタを介して同一の走査信号線に接続する
２つの画素電極が、互いに斜め向かいに配されている。
【０１０９】
　例えば、画素１０１には、２つの画素電極１７ａ・１７ｂが列方向（走査方向）に沿っ
てこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ－１）に接続するトランジスタ１２ａのドレイン
電極が画素電極１７ａに接続されるとともに、走査信号線Ｇｎに接続するトランジスタ１
２ｂのドレイン電極が画素電極１７ｂに接続され、かつトランジスタ１２ａのソース電極
がデータ信号線Ｓｙに接続され、トランジスタ１２ｂのソース電極がデータ信号線Ｓｘに
接続されている。
【０１１０】
　また、画素１０１と列方向に隣接する画素１０２には、２つの画素電極１７ｃ・１７ｄ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇｎに接続するトランジス
タ１２ｃのドレイン電極が画素電極１７ｄに接続されるとともに、走査信号線Ｇ（ｎ＋１
）に接続するトランジスタ１２ｄのドレイン電極が画素電極１７ｃに接続され、かつトラ
ンジスタ１２ｃのソース電極がデータ信号線Ｓｙに接続され、トランジスタ１２ｄのソー
ス電極がデータ信号線Ｓｘに接続されている。
【０１１１】
　また、画素１０２と列方向に隣接する画素１０３には、２つの画素電極１７ｅ・１７ｆ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）に接続するト
ランジスタ１２ｅのドレイン電極が画素電極１７ｅに接続されるとともに、走査信号線Ｇ
（ｎ＋２）に接続するトランジスタ１２ｆのドレイン電極が画素電極１７ｆに接続され、
かつトランジスタ１２ｅのソース電極がデータ信号線Ｓｙに接続され、トランジスタ１２
ｆのソース電極がデータ信号線Ｓｘに接続されている。
【０１１２】
　また、画素１０３と列方向に隣接する画素１０４には、２つの画素電極１７ｇ・１７ｈ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋２）に接続するト
ランジスタ１２ｇのドレイン電極が画素電極１７ｈに接続されるとともに、走査信号線Ｇ
（ｎ＋３）に接続するトランジスタ１２ｈのドレイン電極が画素電極１７ｇに接続され、
かつトランジスタ１２ｇのソース電極がデータ信号線Ｓｙに接続され、トランジスタ１２
ｈのソース電極がデータ信号線Ｓｘに接続されている。
【０１１３】
　また、画素１０１と行方向に隣接する画素１０５には、２つの画素電極１７Ａ・１７Ｂ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ－１）に接続するト
ランジスタ１２Ａのドレイン電極が画素電極１７Ｂに接続されるとともに、走査信号線Ｇ
ｎに接続するトランジスタ１２Ｂのドレイン電極が画素電極１７Ａに接続され、かつトラ
ンジスタ１２Ａのソース電極がデータ信号線ＳＹに接続され、トランジスタ１２Ｂのソー
ス電極がデータ信号線ＳＸに接続されている。
【０１１４】
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　また、画素１０２と行方向に隣接する画素１０６には、２つの画素電極１７Ｃ・１７Ｄ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇｎに接続するトランジス
タ１２Ｃのドレイン電極が画素電極１７Ｃに接続されるとともに、走査信号線Ｇ（ｎ＋１
）に接続するトランジスタ１２Ｄのドレイン電極が画素電極１７Ｄに接続され、かつトラ
ンジスタ１２Ｃのソース電極がデータ信号線ＳＹに接続され、トランジスタ１２Ｄのソー
ス電極がデータ信号線ＳＸに接続されている。
【０１１５】
　また、画素１０３と行方向に隣接する画素１０７には、２つの画素電極１７Ｅ・１７Ｆ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）に接続するト
ランジスタ１２Ｅのドレイン電極が画素電極１７Ｆに接続されるとともに、走査信号線Ｇ
（ｎ＋２）に接続するトランジスタ１２Ｆのドレイン電極が画素電極１７Ｅに接続され、
かつトランジスタ１２Ｅのソース電極がデータ信号線ＳＹに接続され、トランジスタ１２
Ｆのソース電極がデータ信号線ＳＸに接続されている。
【０１１６】
　また、画素１０４と行方向に隣接する画素１０８には、２つの画素電極１７Ｇ・１７Ｈ
が列方向（走査方向）に沿ってこの順に並べられ、走査信号線Ｇ（ｎ＋２）に接続するト
ランジスタ１２Ｇのドレイン電極が画素電極１７Ｇに接続されるとともに、走査信号線Ｇ
（ｎ＋３）に接続するトランジスタ１２Ｈのドレイン電極が画素電極１７Ｈに接続され、
かつトランジスタ１２Ｇのソース電極がデータ信号線ＳＹに接続され、トランジスタ１２
Ｈのソース電極がデータ信号線ＳＸに接続されている。
【０１１７】
　図２５～図２７は、液晶パネル５ｃの一部（図２３の４画素行を含む７画素行）に中間
調表示を行う場合の駆動方法を、１水平走査期間ごとに連続する３水平走査期間分（Ｈ１
～Ｈ３）示す模式図である。また、図２４は液晶パネル５ｃの一部に中間調表示を行う場
合の駆動方法を示すタイミングチャート（２フレーム分）である。
【０１１８】
　図２４～２７に示す駆動方法では、走査信号線を２本ずつ順次選択していき、一水平走
査期間には、２本の走査信号線が同時選択される２本選択期間と、該２本選択期間に続き
、該２本の走査信号線の一方が非選択とされる１本選択期間とが含まれる。また、中間調
表示時には、２本選択期間に低階調データ信号が各データ信号線に供給され、１本選択期
間に高階調データ信号が各データ信号線に供給される。また、１つの画素列に対応する２
本のデータ信号線に、逆極性のデータ信号が供給される。また、それぞれが異なる画素列
に対応する、互いに隣り合う２本のデータ信号線（例えばＳｙ・ＳＸ）には逆極性のデー
タ信号を供給する。なお、各データ信号線に供給されるデータ信号の極性は一垂直走査期
間（１フレーム）ごとに反転する。
【０１１９】
　例えば、連続する３つの水平走査期間Ｈ１～Ｈ３において、Ｈ１の２本選択期間では、
２本の走査信号線Ｇｎ・Ｇ（ｎ＋１）を選択する（図２４・２５参照）。これにより、図
２３・２４・２５に示すように、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号
線Ｓｘに接続する画素電極１７ｂにはプラスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ
、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７
ｄにはマイナスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査
信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｃにはプラスの低階
調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ
信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｅにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれる。
また、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極
１７Ａにはプラスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走
査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｃにはマイナスのプリチャ
ージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）および
データ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｄにはプラスの低階調データ信号が書き込まれ
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、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋１）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素
電極１７Ｆにはマイナスの低階調データ信号が書き込まれる。
【０１２０】
　次いで、Ｈ１の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋１）を非選択とし、走査信号線
Ｇｎのみを選択するとする。これにより、図２３・２４・２５に示すように、トランジス
タを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｂにはプラス
の高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信
号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｄにはマイナスの高階調データ信号が書き込まれる。ま
た、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎおよびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１
７Ａにはプラスの高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇｎ
およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｃにはマイナスの高階調データ信号が書
き込まれる。
【０１２１】
　以上から、画素電極１７ｂ・１７ｃ・１７ｄ・１７ｅ・１７Ａ・１７Ｃ・１７Ｄ・１７
Ｆそれぞれに対応する副画素は、明副画素（＋）・暗副画素（＋）・明副画素（－）・暗
副画素（－）・明副画素（＋）・明副画素（－）・暗副画素（＋）・暗副画素（－）とな
る。
【０１２２】
　また、Ｈ２の２本選択期間では、２本の走査信号線Ｇ（ｎ＋２）・Ｇ（ｎ＋３）を選択
する（図２４・２６参照）。これにより、図２３・２４・２６に示すように、トランジス
タを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｆに
はプラスのプリチャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線
Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｈにはマイナスのプリチャ
ージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）および
データ信号線Ｓｘに接続する画素電極１７ｇにはプラスの低階調データ信号が書き込まれ
、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素
電極にはマイナスの低階調データ信号が書き込まれる。また、トランジスタを介して走査
信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｅにはプラスのプリ
チャージ信号（低階調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）お
よびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極１７Ｇにはマイナスのプリチャージ信号（低階
調）が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線Ｓ
Ｘに接続する画素電極１７Ｈにはプラスの低階調データ信号が書き込まれ、トランジスタ
を介して走査信号線Ｇ（ｎ＋３）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極にはプラス
の低階調データ信号が書き込まれる。
【０１２３】
　次いで、Ｈ２の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋３）を非選択とし、走査信号線
Ｇ（ｎ＋２）のみを選択するとする。これにより、図２３・２４・２６に示すように、ト
ランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｘに接続する画素電極
１７ｆにはプラスの高階調データ信号が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線Ｇ
（ｎ＋２）およびデータ信号線Ｓｙに接続する画素電極１７ｈにはマイナスの高階調デー
タ信号が書き込まれる。また、トランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデー
タ信号線ＳＸに接続する画素電極１７Ｅにはプラスの高階調データ信号が書き込まれ、ト
ランジスタを介して走査信号線Ｇ（ｎ＋２）およびデータ信号線ＳＹに接続する画素電極
１７Ｇにはマイナスの高階調データ信号が書き込まれる。
【０１２４】
　以上から、画素電極１７ｆ・１７ｇ・１７ｈ・１７Ｅ・１７Ｇ・１７Ｈそれぞれに対応
する副画素は、明副画素（＋）・暗副画素（＋）・明副画素（－）・明副画素（＋）・明
副画素（－）・暗副画素（＋）となる。
【０１２５】
　また、Ｈ３の２本選択期間では、２本の走査信号線Ｇ（ｎ＋４）・Ｇ（ｎ＋５）を選択
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し、次いでＨ３の１本選択期間では、走査信号線Ｇ（ｎ＋５）を非選択とし、走査信号線
Ｇ（ｎ＋４）のみを選択する。Ｈ３の状態については図２７のとおりである。
【０１２６】
　液晶パネル５ｃでは、中間調を表示する時には、行方向および列方向それぞれについて
、明副画素と暗副画素とが交互に並び（明・暗副画素が市松配置され）、ライン状のムラ
が視認されにくくなるという効果がある。
【０１２７】
　さらに、同一データ信号線に供給されるデータ信号の極性が１垂直走査期間中変わらな
いため、データ信号の極性が１水平走査期間で反転するような場合と比較してソースドラ
イバの消費電力を抑えることができる。
【０１２８】
　加えて、画面に書き込まれたデータ信号の極性が、行方向および列方向それぞれについ
て２副画素単位で反転するため、画面のチラツキも抑制することができる。
【０１２９】
　図２８は本液晶表示装置のゲートドライバの構成を示す回路図であり、図３５は本ゲー
トドライバの駆動方法を示すタイミングチャートである。図２８に示されるように、ゲー
トドライバＧＤはシフトレジスタ４５、列方向に並ぶ複数のＡＮＤ回路（６６ｘ～６６ｚ
）、および出力回路４６を備える。シフトレジスタ４５には、ゲートスターとパルス信号
ＧＳＰとゲートクロック信号ＧＣＫとが入力される。各ＡＮＤ回路（６６ｘ～６６ｚ）に
は、各水平走査期間の１本選択期間に「Ｈ」となるＧＯＥ信号（図３５参照）の反転信号
が入力される。そして、シフトレジスタ４５の各段の出力は２系統に分かれ、その一方が
出力回路４６を経て走査信号となり、他方が１つのＡＮＤ回路に入力され、このＡＮＤ回
路の出力が出力回路４６を経て走査信号となる。
【０１３０】
　例えば、シフトレジスタ４５のある段からの出力が２系統（Ｑ０・Ｑ１）に分かれてお
り、Ｑ０が出力回路４６を経て走査信号線Ｇｎに供給される走査信号となり、Ｑ１がＡＮ
Ｄ回路６６ｘに入力され、ＡＮＤ回路６６ｘの出力が出力回路４６を経て走査信号線Ｇ（
ｎ＋１）に供給される走査信号となる。また、シフトレジスタ４５の他の段からの出力が
２系統（Ｑ２・Ｑ３）に分かれており、Ｑ２が出力回路４６を経て走査信号線Ｇ（ｎ＋２
）に供給される走査信号となり、Ｑ３がＡＮＤ回路６６ｙに入力され、ＡＮＤ回路６６ｙ
の出力が出力回路４６を経て走査信号線Ｇ（ｎ＋３）に供給される走査信号となる。
【０１３１】
　図２８・図３５に示すように、本ゲートドライバでは、同時選択する２本の走査信号線
それぞれに供給する走査信号を、１つのシフトレジスタの同一段からの出力を用いて生成
することができ、ゲートドライバ構成を簡略化することができるというメリットがある。
【０１３２】
　本実施の形態では、以下のようにして、本液晶表示ユニットおよび液晶表示装置を構成
する。すなわち、液晶パネル（５ａ～５ｆ）の両面に、２枚の偏光板Ａ・Ｂを、偏光板Ａ
の偏光軸と偏光板Ｂの偏光軸とが互いに直交するように貼り付ける。なお、偏光板には必
要に応じて、光学補償シート等を積層してもよい。次に、図２９（ａ）に示すように、ド
ライバ（ゲートドライバ２０２、ソースドライバ２０１）を接続する。ここでは、一例と
して、ドライバをＴＣＰ（ＴａｐｅＣａｒｅｅｒＰａｃｋａｇｅ）方式による接続につい
て説明する。まず、液晶パネルの端子部にＡＣＦ（ＡｎｉｓｏｔｏｒｏｐｉＣｏｎｄｕｋ
ｔｉｖｅＦｉｌｍ）を仮圧着する。ついで、ドライバが乗せられたＴＣＰをキャリアテー
プから打ち抜き、パネル端子電極に位置合わせし、加熱、本圧着を行う。その後、ドライ
バＴＣＰ同士を連結するための回路基板２０３（ＰＷＢ：Ｐｒｉｎｔｅｄ ｗｉｒｉｎｇ 
ｂｏａｒｄ）とＴＣＰの入力端子とをＡＣＦで接続する。これにより、液晶表示ユニット
２００が完成する。その後、図２９（ｂ）に示すように、液晶表示ユニットの各ドライバ
（２０１・２０２）に、回路基板２０３を介して表示制御回路２０９を接続し、照明装置
（バックライトユニット）２０４と一体化することで、液晶表示装置２１０となる。
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【０１３３】
　本願でいう「電位の極性」とは、基準となる電位以上（プラス）あるいは基準となる電
位以下（マイナス）を意味する。ここで、基準となる電位は、共通電極（対向電極）の電
位であるＶｃｏｍ（コモン電位）であってもその他任意の電位であってもよい。
【０１３４】
　図３０は、本液晶表示装置の構成を示すブロック図である。同図に示されるように、本
液晶表示装置は、表示部（液晶パネル）と、ソースドライバ（ＳＤ）と、ゲートドライバ
（ＧＤ）と、表示制御回路とを備えている。ソースドライバはデータ信号線を駆動し、ゲ
ートドライバは走査信号線を駆動し、表示制御回路は、ソースドライバおよびゲートドラ
イバを制御する。
【０１３５】
　表示制御回路は、外部の信号源（例えばチューナー）から、表示すべき画像を表すデジ
タルビデオ信号Ｄｖと、当該デジタルビデオ信号Ｄｖに対応する水平同期信号ＨＳＹおよ
び垂直同期信号ＶＳＹと、表示動作を制御するための制御信号Ｄｃとを受け取る。また、
表示制御回路は、受け取ったこれらの信号Ｄｖ，ＨＳＹ，ＶＳＹ，Ｄｃに基づき、そのデ
ジタルビデオ信号Ｄｖの表す画像を表示部に表示させるための信号として、データスター
トパルス信号ＳＳＰと、データクロック信号ＳＣＫと、チャージシェア信号ｓｈと、表示
すべき画像を表すデジタル画像信号ＤＡ（ビデオ信号Ｄｖに対応する信号）と、ゲートス
タートパルス信号ＧＳＰと、ゲートクロック信号ＧＣＫと、ゲートドライバ出力制御信号
（走査信号出力制御信号）ＧＯＥとを生成し、これらを出力する。
【０１３６】
　より詳しくは、ビデオ信号Ｄｖを内部メモリで必要に応じてタイミング調整等を行った
後に、デジタル画像信号ＤＡとして表示制御回路から出力し、そのデジタル画像信号ＤＡ
の表す画像の各画素に対応するパルスからなる信号としてデータクロック信号ＳＣＫを生
成し、水平同期信号ＨＳＹに基づき１水平走査期間毎に所定期間だけハイレベル（Ｈレベ
ル）となる信号としてデータスタートパルス信号ＳＳＰを生成し、垂直同期信号ＶＳＹに
基づき１フレーム期間（１垂直走査期間）毎に所定期間だけＨレベルとなる信号としてゲ
ートスタートパルス信号ＧＳＰを生成し、水平同期信号ＨＳＹに基づきゲートクロック信
号ＧＣＫを生成し、水平同期信号ＨＳＹおよび制御信号Ｄｃに基づきチャージシェア信号
ｓｈ、ならびにゲートドライバ出力制御信号ＧＯＥを生成する。
【０１３７】
　上記のようにして表示制御回路において生成された信号のうち、デジタル画像信号ＤＡ
、チャージシェア信号ｓｈ、信号電位（データ信号電位）の極性を制御する信号ＰＯＬ、
データスタートパルス信号ＳＳＰ、およびデータクロック信号ＳＣＫは、ソースドライバ
に入力され、ゲートスタートパルス信号ＧＳＰとゲートクロック信号ＧＣＫとゲートドラ
イバ出力制御信号ＧＯＥとは、ゲートドライバに入力される。
【０１３８】
　ソースドライバは、デジタル画像信号ＤＡ、データクロック信号ＳＣＫ、チャージシェ
ア信号ｓｈ、データスタートパルス信号ＳＳＰ、および極性反転信号ＰＯＬに基づき、デ
ジタル画像信号ＤＡの表す画像の各走査信号線における画素値に相当するアナログ電位（
信号電位）を１水平走査期間毎に順次生成し、これらのデータ信号をデータ信号線（例え
ば、Ｓｘ・Ｓｙ）に出力する。
【０１３９】
　ゲートドライバは、ゲートスタートパルス信号ＧＳＰおよびゲートクロック信号ＧＣＫ
と、ゲートドライバ出力制御信号ＧＯＥとに基づき、ゲートオンパルス信号を生成し、こ
れらを走査信号線に出力し、これによって走査信号線を２本ずつ順次選択していく。
【０１４０】
　次に、本液晶表示装置をテレビジョン受信機に適用するときの一構成例について説明す
る。図３１は、テレビジョン受信機用の液晶表示装置８００の構成を示すブロック図であ
る。液晶表示装置８００は、液晶表示ユニット８４と、Ｙ／Ｃ分離回路８０と、ビデオク
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ロマ回路８１と、Ａ／Ｄコンバータ８２と、液晶コントローラ８３と、バックライト駆動
回路８５と、バックライト８６と、マイコン（マイクロコンピュータ）８７と、階調回路
８８とを備えている。なお、液晶表示ユニット８４は、液晶パネルと、これを駆動するた
めのソースドライバおよびゲートドライバとで構成される。
【０１４１】
　上記構成の液晶表示装置８００では、まず、テレビジョン信号としての複合カラー映像
信号Ｓｃｖが外部からＹ／Ｃ分離回路８０に入力され、そこで輝度信号と色信号に分離さ
れる。これらの輝度信号と色信号は、ビデオクロマ回路８１にて光の３原色に対応するア
ナログＲＧＢ信号に変換され、さらに、このアナログＲＧＢ信号はＡ／Ｄコンバータ８２
により、デジタルＲＧＢ信号に変換される。このデジタルＲＧＢ信号は液晶コントローラ
８３に入力される。また、Ｙ／Ｃ分離回路８０では、外部から入力された複合カラー映像
信号Ｓｃｖから水平および垂直同期信号も取り出され、これらの同期信号もマイコン８７
を介して液晶コントローラ８３に入力される。
【０１４２】
　液晶表示ユニット８４には、液晶コントローラ８３からデジタルＲＧＢ信号が、上記同
期信号に基づくタイミング信号と共に所定のタイミングで入力される。また、階調回路８
８では、カラー表示の３原色Ｒ，Ｇ，Ｂそれぞれの階調電位が生成され、それらの階調電
位も液晶表示ユニット８４に供給される。液晶表示ユニット８４では、これらのＲＧＢ信
号、タイミング信号および階調電位に基づき内部のソースドライバやゲートドライバ等に
より駆動用信号（データ信号＝信号電位、走査信号等）が生成され、それらの駆動用信号
に基づき、内部の液晶パネルにカラー画像が表示される。なお、この液晶表示ユニット８
４によって画像を表示するには、液晶表示ユニット内の液晶パネルの後方から光を照射す
る必要があり、この液晶表示装置８００では、マイコン８７の制御の下にバックライト駆
動回路８５がバックライト８６を駆動することにより、液晶パネルの裏面に光が照射され
る。上記の処理を含め、システム全体の制御はマイコン８７が行う。なお、外部から入力
される映像信号（複合カラー映像信号）としては、テレビジョン放送に基づく映像信号の
みならず、カメラにより撮像された映像信号や、インターネット回線を介して供給される
映像信号なども使用可能であり、この液晶表示装置８００では、様々な映像信号に基づい
た画像表示が可能である。
【０１４３】
　液晶表示装置８００でテレビジョン放送に基づく画像を表示する場合には、図３２に示
すように、液晶表示装置８００にチューナー部９０が接続され、これによって本テレビジ
ョン受像機６０１が構成される。このチューナー部９０は、アンテナ（不図示）で受信し
た受信波（高周波信号）の中から受信すべきチャンネルの信号を抜き出して中間周波信号
に変換し、この中間周波数信号を検波することによってテレビジョン信号としての複合カ
ラー映像信号Ｓｃｖを取り出す。この複合カラー映像信号Ｓｃｖは、既述のように液晶表
示装置８００に入力され、この複合カラー映像信号Ｓｃｖに基づく画像が該液晶表示装置
８００によって表示される。
【０１４４】
　図３３は、本テレビジョン受像機の一構成例を示す分解斜視図である。同図に示すよう
に、本テレビジョン受像機６０１は、その構成要素として、液晶表示装置８００の他に第
１筐体８０１および第２筐体８０６を有しており、液晶表示装置８００を第１筐体８０１
と第２筐体８０６とで包み込むようにして挟持した構成となっている。第１筐体８０１に
は、液晶表示装置８００で表示される画像を透過させる開口部８０１ａが形成されている
。また、第２筐体８０６は、液晶表示装置８００の背面側を覆うものであり、当該表示装
置８００を操作するための操作用回路８０５が設けられると共に、下方に支持用部材８０
８が取り付けられている。
【０１４５】
　本発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、上記実施の形態を技術常識に基
づいて適宜変更したものやそれらを組み合わせて得られるものも本発明の実施の形態に含
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まれる。
【０１４６】
　以上のように、本アクティブマトリクス基板は、複数のデータ信号線と複数の走査信号
線とを備え、各画素領域に複数の画素電極が設けられ、各データ信号線の延伸方向を列方
向として、１つの画素領域列に対応して２本のデータ信号線が設けられ、上記画素領域列
に含まれる画素領域の１つの画素電極が、走査信号線に接続されたトランジスタを介して
上記２本のデータ信号線の一方に接続され、該画素領域の別の画素電極が、別の走査信号
線に接続されたトランジスタを介して上記２本のデータ信号線の他方に接続され、上記画
素領域列の隣接する２つの画素領域について、その一方に含まれる画素電極の１つと他方
に含まれる画素電極の１つとが、それぞれトランジスタを介して同一の走査信号線に接続
されていることを特徴とする。
【０１４７】
　本アクティブマトリクス基板を備えた液晶表示装置では、走査信号線を２本ずつ選択し
ながら、１画素領域に設けられた複数の画素電極に個別書き込みを行うことができ、個別
書き込み型の液晶表示装置の画素充電時間を延ばすことができる。
【０１４８】
　本液晶表示装置では、各画素領域には、２つの画素電極が行方向に沿って並べられてい
る構成とすることもできる。
【０１４９】
　本アクティブマトリクス基板では、同一の画素領域列に属し、それぞれがトランジスタ
を介して同一の走査信号線に接続する２つの画素電極が、互いに斜め向かいに配されてい
る構成とすることもできる。
【０１５０】
　本アクティブマトリクス基板では、各画素領域には、２つの画素電極が列方向に沿って
並べられている構成とすることもできる。
【０１５１】
　本アクティブマトリクス基板では、同一の画素領域列に属し、それぞれがトランジスタ
を介して同一の走査信号線に接続する２つの画素電極が、別の１つの画素電極を挟むよう
に配されている構成とすることもできる。
【０１５２】
　本アクティブマトリクス基板では、同一の画素領域行に属し、それぞれがトランジスタ
を介して同一の走査信号線に接続する２つの画素電極が、互いに斜め向かいに配されてい
る構成とすることもできる。
【０１５３】
　本液晶パネルは上記アクティブマトリクス基板を備えることを特徴とする。
【０１５４】
　本液晶表示装置は、上記アクティブマトリクス基板を備えることを特徴とする。
【０１５５】
　本液晶表示装置では、走査信号線を２本ずつ順次選択していく構成とすることができる
。
【０１５６】
　本液晶表示装置では、一水平走査期間には、走査信号線が２本同時選択される２本選択
期間と、該２本選択期間に続き、走査信号線が１本のみ選択される１本選択期間とが含ま
れる構成とすることもできる。
【０１５７】
　本液晶表示装置では、中間調表示時には、２本選択期間に相対的に低階調のデータ信号
が各データ信号線に供給され、１本選択期間に相対的に高階調のデータ信号が各データ信
号線に供給される構成とすることもできる。
【０１５８】
　本液晶表示装置では、中間調表示時には、２本選択期間に相対的に高階調のデータ信号
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が各データ信号線に供給され、１本選択期間に相対的に低階調のデータ信号が各データ信
号線に供給される構成とすることもできる。
【０１５９】
　本液晶表示装置では、１本選択期間に選択される走査信号線にトランジスタを介して接
続される画素電極は、１本選択期間に選択されない走査信号線にトランジスタを介して接
続される画素電極よりも面積が大きい構成とすることもできる。
【０１６０】
　本液晶表示装置では、１つの画素領域列に対応する２本のデータ信号線に、逆極性のデ
ータ信号が供給される構成とすることもできる。
【０１６１】
　本液晶表示装置では、各データ信号線には、一水平走査期間ごとに極性が反転するデー
タ信号が供給される構成とすることもできる。
【０１６２】
　本液晶表示装置では、各データ信号線には、一垂直走査期間ごとに極性が反転するデー
タ信号が供給される構成とすることもできる。
【０１６３】
　本液晶表示装置では、それぞれが異なる画素領域列に対応し、互いに隣り合うデータ信
号線に、逆極性のデータ信号が供給される構成とすることもできる。
【０１６４】
　本液晶表示装置では、それぞれが異なる画素領域列に対応し、互いに隣り合うデータ信
号線に、同極性のデータ信号が供給される構成とすることもできる。
【０１６５】
　本液晶表示装置では、シフトレジスタを含む走査信号線駆動回路を備え、同時選択され
る各走査信号線に供給される走査信号が、上記シフトレジスタの同一段の出力を用いて生
成されている構成とすることもできる。
【０１６６】
　本液晶表示ユニットは、上記液晶パネルとドライバとを備えることを特徴とする。また
、本テレビジョン受像機は、上記液晶表示装置と、テレビジョン放送を受信するチューナ
ー部とを備えることを特徴とする。
【０１６７】
　本液晶パネルの駆動方法は、複数のデータ信号線と複数の走査信号線とを備え、各画素
領域に複数の画素電極が設けられ、各データ信号線の延伸方向を列方向として、１つの画
素領域列に対応して２本のデータ信号線が設けられ、上記画素領域列に含まれる画素領域
の１つの画素電極が、走査信号線に接続されたトランジスタを介して上記２本のデータ信
号線の一方に接続され、該画素領域の別の画素電極が、別の走査信号線に接続されたトラ
ンジスタを介して上記２本のデータ信号線の他方に接続され、上記画素領域列の隣接する
２つの画素領域について、その一方に含まれる画素電極の１つと他方に含まれる画素電極
の１つとが、それぞれトランジスタを介して同一の走査信号線に接続されている液晶パネ
ルに対して、走査信号線を２本ずつ順次選択していくことを特徴とする。
【産業上の利用可能性】
【０１６８】
　本発明のアクティブマトリクス基板や液晶パネルは、例えば液晶テレビに好適である。
【符号の説明】
【０１６９】
　５ａ～５ｃ　液晶パネル
　１２ａ～１２ｈ・１２Ａ～１２Ｈ　トランジスタ
　１７ａ～１７ｈ・１７Ａ～１７Ｈ　画素電極
　Ｓｘ・Ｓｙ・ＳＸ・ＳＹ　データ信号線
　Ｇｎ～Ｇ（ｎ＋６）　走査信号線
　Ｃｓｎ～Ｃｓ（ｎ＋２）　保持容量配線
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　２２　ゲート絶縁膜
　２４　半導体層
　２５　無機層間絶縁膜
　２６　有機層間絶縁膜
　８４　液晶表示ユニット
　１０１～１０８　画素
　６０１　テレビジョン受像機
　８００　液晶表示装置
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のデータ信号線と複数の走査信号線とを備え、
　各画素領域に複数の画素電極が設けられ、各データ信号線の延伸方向を列方向として、
１つの画素領域列に対応して２本のデータ信号線が設けられ、
　上記画素領域列に含まれる画素領域の１つの画素電極が、走査信号線に接続されたトラ
ンジスタを介して上記２本のデータ信号線の一方に接続され、該画素領域の別の画素電極
が、別の走査信号線に接続されたトランジスタを介して上記２本のデータ信号線の他方に
接続され、
　上記画素領域列の隣接する２つの画素領域について、その一方に含まれる画素電極の１
つと他方に含まれる画素電極の１つとが、それぞれトランジスタを介して同一の走査信号
線に接続され、
　各画素領域には、２つの画素電極が行方向に沿って並べられ、
　同一の画素領域列に属し、それぞれがトランジスタを介して同一の走査信号線に接続す
る２つの画素電極が、互いに斜め向かいに配されていることを特徴とするアクティブマト
リクス基板。
【請求項２】
　複数のデータ信号線と複数の走査信号線とを備え、
　各画素領域に複数の画素電極が設けられ、各データ信号線の延伸方向を列方向として、
１つの画素領域列に対応して２本のデータ信号線が設けられ、
　上記画素領域列に含まれる画素領域の１つの画素電極が、走査信号線に接続されたトラ
ンジスタを介して上記２本のデータ信号線の一方に接続され、該画素領域の別の画素電極
が、別の走査信号線に接続されたトランジスタを介して上記２本のデータ信号線の他方に
接続され、
　上記画素領域列の隣接する２つの画素領域について、その一方に含まれる画素電極の１
つと他方に含まれる画素電極の１つとが、それぞれトランジスタを介して同一の走査信号
線に接続され、
　各画素領域には、２つの画素電極が列方向に沿って並べられ、
　同一の画素領域列に属し、それぞれがトランジスタを介して同一の走査信号線に接続す
る２つの画素電極が、別の１つの画素電極を挟むように配されていることを特徴とするア
クティブマトリクス基板。
【請求項３】
　同一の画素領域行に属し、それぞれがトランジスタを介して同一の走査信号線に接続す
る２つの画素電極が、互いに斜め向かいに配されていることを特徴とする請求項２記載の
アクティブマトリクス基板。
【請求項４】
　上記２つの画素電極の間隙と重なるように列方向に延伸する保持容量配線が、各データ
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信号線と同層に形成されていることを特徴とする請求項１記載のアクティブマトリクス基
板。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載のアクティブマトリクス基板を備えることを特徴と
する液晶パネル。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれか１項に記載のアクティブマトリクス基板を備えることを特徴と
する液晶表示装置。
【請求項７】
　走査信号線を２本ずつ順次選択していくことを特徴とする請求項６記載の液晶表示装置
。
【請求項８】
　一水平走査期間には、走査信号線が２本同時選択される２本選択期間と、該２本選択期
間に続き、走査信号線が１本のみ選択される１本選択期間とが含まれることを特徴とする
請求項７記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　中間調表示時には、２本選択期間に相対的に低階調のデータ信号が各データ信号線に供
給され、１本選択期間に相対的に高階調のデータ信号が各データ信号線に供給されること
を特徴とする請求項８記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　中間調表示時には、２本選択期間に相対的に高階調のデータ信号が各データ信号線に供
給され、１本選択期間に相対的に低階調のデータ信号が各データ信号線に供給されること
を特徴とする請求項８記載の液晶表示装置。
【請求項１１】
　１本選択期間に選択される走査信号線にトランジスタを介して接続される画素電極は、
１本選択期間に選択されない走査信号線にトランジスタを介して接続される画素電極より
も面積が大きいことを特徴とする請求項１０記載の液晶表示装置。
【請求項１２】
　１つの画素領域列に対応する２本のデータ信号線に、逆極性のデータ信号が供給される
ことを特徴とする請求項６記載の液晶表示装置。
【請求項１３】
　各データ信号線には、一水平走査期間ごとに極性が反転するデータ信号が供給されるこ
とを特徴とする請求項６記載の液晶表示装置。
【請求項１４】
　各データ信号線には、一垂直走査期間ごとに極性が反転するデータ信号が供給されるこ
とを特徴とする請求項６記載の液晶表示装置。
【請求項１５】
　それぞれが異なる画素領域列に対応し、互いに隣り合うデータ信号線に、逆極性のデー
タ信号が供給されることを特徴とする請求項６記載の液晶表示装置。
【請求項１６】
　それぞれが異なる画素領域列に対応し、互いに隣り合うデータ信号線に、同極性のデー
タ信号が供給されることを特徴とする請求項６記載の液晶表示装置。
【請求項１７】
　シフトレジスタを含む走査信号線駆動回路を備え、
　同時選択される各走査信号線に供給される走査信号が、上記シフトレジスタの同一段の
出力を用いて生成されていることを特徴とする請求項８記載の液晶表示装置。
【請求項１８】
　１本選択期間に選択される走査信号線に接続するトランジスタのチャネルサイズは、１
本選択期間に選択されない走査信号線に接続するトランジスタのそれよりも小さいことを
特徴とする請求項８記載の液晶表示装置。
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【請求項１９】
　請求項５記載の液晶パネルとドライバとを備えることを特徴とする液晶表示ユニット。
【請求項２０】
　請求項６～１８のいずれか１項に記載の液晶表示装置と、テレビジョン放送を受信する
チューナー部とを備えることを特徴とするテレビジョン受像機。
【請求項２１】
　複数のデータ信号線と複数の走査信号線とを備え、各画素領域に複数の画素電極が設け
られ、各データ信号線の延伸方向を列方向として、１つの画素領域列に対応して２本のデ
ータ信号線が設けられ、上記画素領域列に含まれる画素領域の１つの画素電極が、走査信
号線に接続されたトランジスタを介して上記２本のデータ信号線の一方に接続され、該画
素領域の別の画素電極が、別の走査信号線に接続されたトランジスタを介して上記２本の
データ信号線の他方に接続され、上記画素領域列の隣接する２つの画素領域について、そ
の一方に含まれる画素電極の１つと他方に含まれる画素電極の１つとが、それぞれトラン
ジスタを介して同一の走査信号線に接続されている液晶パネルに対して、走査信号線を２
本ずつ順次選択していくことを特徴とする液晶パネルの駆動方法。
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